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compgsée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités r
pour pbjet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questiQns \de
domaines de I'électricité et de Iélectronlque A cet effet,
internfitionales. Leur élaboration est confiée a des comités d' etudes auxravau
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4) Dans
facon
nationales et reglonales
corregpondante doit étre indiquée™e

5) La CHI n'a fixé aucune p
n'est pas engagée quand u

6) L’atteption est a
I'objetl de droits
responsable de ne pa

La Norme

discrets|

Cette d £l 60747-8 annule et remplace la premiére édition parue €

I'amende I'amendement 2 (1993). Cette deuxiéme édition consti

révision

Le textg de.Cette norme est issu de la premiére édition de la CEl 60747-8 publiée en 1
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a l'approbation de cette norme.

Cette partie 8 doit étre utilisée conjointement avec la CElI 60747-1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 8: Field-effect transistors

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization

entrudted to technical committees; any IEC National Committee |nte
participate in this preparatory work. International, governmental and
with fhe IEC also participate in this preparation. The

Organfization for Standardization (ISO) in accordance with condi
two o ganlzatlons

2) The f
interngtional consensus of opinion on the relevant subje
from gll interested National Committees.

3) The dpcuments produced have the form of\eco
of stgndards, technical specifications, techwj
Comnjittees in that sense.

4) In order to promote international unificatin i nittees undertake to apply IEC Int]
eir national and regional stand
divergence between the IEZ St arrespondimg national or regional standard shall

Standprds transparently to

indicafed in the latter.

5) The IEC provides no markj indi¢ate its gpproval and cannot be rendered responsib

equipment declared to

6) Attentjon is dra ibil} \ e elements of this International Standard may be t

of patent rights. Tk hall not\oe he d responsible for identifying any or all such patent rights.
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This se S 60747-8 cancels and replaces the first edition published
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amendment 2 and on the following documents:

FDIS Report on voting

47E/149/FDIS 47E/156/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This part 8 should be used in conjunction with IEC 60747-1.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003. A
cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
< amendée.

@%
8
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2003. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed;

¢ withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
e amended.

@%
8



https://iecnorm.com/api/?name=426f5ec29c862fd9d9621b6f1158f446

— 16—

INTRODUCTION
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Cette partie de la CEI 60747 doit étre lue conjointement avec la CEI 60747-1. Elle fournit des

informations de base sur

— la terminologie,
— les symboles littéraux,

— les valeurs limites et caractéristiques essentielles,

— les méthodes de mesure,
— la réception et fiabilité.

24
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INTRODUCTION

This part of IEC 60747 should be read in conjunction with IEC 60747-1. It provides basic
information on

— terminology,

— letter symbols,

— essential ratings and characteristics,

— measuring methods,

— acceptance and reliability.

@%
8
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —

Partie 8: Transistors a effet de champ

1 Domaine d'application

La pré

ente partie de la CFl 60747 donne les normes pour les catégeries suiva

tes de

transist

type
type
type

2 Réf

Les dod
qui y es
Pour led
ne s’ap
partie d
plus rég
derniérg
I''SO po

CEIl 6071
Premier

CEl 607

prs a effets de champ:

A: type a jonction de grille;
B: type a grille isolée a déplétion;
C: type a grille isolée & enrichissement.

Brences normatives

édition du document normatif\en
ssedent le registrg’des Ngrnmes 1

47-1:1983, Dis

e partie: @

47-7:2000,
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60747.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 8: Field-effect transistors

1 Scope

This part of IEC 60747 gives standards for the following categories of field-effect transistors:

type
type
type

2 Nor

The foll
constitu
amend

agreem
applying
refereng
and 1SQ

IEC 607
Genera

IEC 607

AT junction-gate type;
B: insulated-gate depletion type;
C: insulated-gate enhancement type.

mative references

e provisions of this part of IEC 60747
ents to, or revisions of, any of these publi
bnts based on this part of IEC 60747 arg &
the most recent editions of tF i

47-7:2000, Se

9

his text,
sequent
hrties to
bility of
undated
5 of IEC

- Part 1:
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3 Classification

Etant donné qu'un transistor & effet de champ peut avoir une ou plusieurs grilles, il en résulte
la classification suivante:

Dispositifs a effet de champ
(une source, un drain, une ou plusieurs grilles)

Dispositifs avec un Dispositifs avec un
ou plusieurs canaux P ou plusieurs capanx N

| AN
Dispogitifs Dispositifs Dispositifs Dispositifs s a
a joncfion a grille de a grille isolée a jonction ilke iso|ée

de grllle barriére Schottky de grille
MESFET MOSFET MOSKET
MODFET Autres dispositifs Autres digpositifs
HEMT a grille isolée a grille {solée

NOTE Lgs dispositifs a grille de barriere Schottky exa g étre a mode déplétion ou [a mode a

enrichissgment.
holes litté au%

a_la CEl 60747, les définitions et les symboles

4 Terminologie et sy

Pour lep besoins de
suivantg s'appliquent:

41 Ty

4.1.1
transisfor a e
transistpr a

4.1.2
transist

4.1.3
transistor a jonction de grille (JFET)
un transistor a effet de champ dont:

— la région source et la région drain sont reliées entre elles par un canal, la région source,
la région drain et le canal sont du méme type;

— la région grille, adjacente au canal, est de type opposé, formant ainsi avec la source, le
canal et le drain une jonction PN, et

— la tension grille-source commande la conduction du canal en agissant sur la largeur de la
zone de charge-espace de la grille et par conséquent sur la section du canal
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Since a field-effect transistor may have one or several gates, the following classification

results:
Field-effect devices
(a source, a drain, one or several gates)
Devices with one or Devices with one or
several P channels several N channels
| AN
Junctior|-gate Schottky Insulated-gate Junction-gate ate
devides barrier-gate devices devices
devices
MESFET MOSFET MOSFET
MODFET Other insulated- Other insylated-
HEMT gate FET gate FET

NOTE S
devices.

4 Ter

For the

41 Ty

41.1
N-chan
a field-4g

4.1.2
P-chan
a field-4g

4.1.3

junctiol

hent type

a field-effect transistor in which:

— the source and drain regions are connected with each other by the channel region, all

three being of the same conductivity type;

— agate region adjacent to the channel has the opposite conductivity type, thus forming with
source, channel and drain region a PN junction, and

— the gate-source voltage controls the conductivity of the conduction channel in the channel
region by controlling the width of the gate space-charge region and hence also the
remaining cross-section of the conduction channel
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4.1.4
transistor a effet de champs a grille isolée (IGFET)
un transistor a effet de champs dont

— une ou plusieurs électrodes de grille sont électriquement isolées de la zone active de

grille;

— le type de conductivité de la région source et de la région drain est opposé a cel
région grille localisée dans le semiconducteur;

ui de la

— le courant principal traverse le canal formé par inversion de la couche reliant les zones

source et drain;

— Ilinversion de la couche est, soit présente a tension grille-source nulle_soit crée par une

tensjon directe grille-source sutfisante provocant une accumufatio de

mingritaires dans la zone active de grille, et

— la cpnductibilité du canal est commandée par la tension grille;s

borteurs

ande le

champ électrique entre I'électrode de grille et la zone active de grille uent la

guamntité de porteurs minoritaires accumulés

4.1.5
transisfor a effet de champ métal-oxyde-semicond
transistpr a effet de champ a grille isolée dans
électrode de grille et le canal est un oxyde

solante entre

4.1.6
transisfor a effet de champ a déplétio

chaque

transistor a effet de champ dans lequel u e de la
région 9 ut étre
augmenitée (réduite) en appliquant une\ten

4.1.7

transist S \

transistopr a eff ) SSen ament une conduction du canal nulle ppur une
tension G ction peut étre obtenu en appliquant une|tension
grille-soprce directe & e qui provoque une couche d'inversion au-degsous de
I'électrode de grille

4.1.8

transist

transist ¢ possédant une région de grille, une région de source et ung région
de drai

NOTE Lprsquiltn s de risque d'ambiguité, on peut utiliser le terme abrégé «transistor a effet de|[champ».
4.1.9

transistor a effet de champ a double grille

transistor a effet de champ possédant deux régions de grille indépendantes, une région de
source et une région de drain

4.1.10

transistor a effet de champ a grille de barriére Schottky

transistor a effet de champ dans lequel:

— la région source et la région drain sont connectées l'une a l'autre par la région canal, ces

trois régions ayant le méme type de conductivité;

— une ou plusieurs électrodes de grille forment chacune une barriére Schottky avec la région

canal;

— la tension grille-source commande la conductance du canal conducteur en faisant varier

sa section
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insulated-gate field-effect transistor (IGFET)
a field-effect transistor in which:

— one

or more gate electrodes are electrically insulated from the body;

— the conductivity type of both the source and drain regions is opposite from that of the

sem

iconductor body in which they are located;

— the principal current flows in a channel that is formed by an inversion layer connecting

sour

ce and drain regions;

— the inversion layer is either already present at zero gate-source voltage or produced within
the body at sufficiently high forward gate-source voltage by accumulation of the minority

char

— the
the
accy

4.1.5
metal-0
an ins
electro

4.1.6

depletign-type field-effect transistod

a field-
semicor
(decrea

4.1.7

enhanc
a field-¢
voltage,
forward

4.1.8

single-g

a field-4g
NOTE T

ge carriers of the body material, and

mulated minority charge carriers

xide-semiconductor field-effect transistor (MO
lated-gate field-effect transistor in which the—i
e and the channel is oxide material

pffect transistor in which an

ement-type fi
pffect transisto

and in which
gate—so

4.1.9

region

dual-g e
a field-¢ffect-transi

fect)transistor
or having two independent gate regions, a source region, and

controls
ount of

ch gate

b active
creased

-source
tly high

a)

a drain

4.1.10

Schottky-barrier-gate field-effect transistor
a field-effect transistor in which:

— the source and drain regions are connected with each other by the channel region, all
three being of the same conductivity type;

— one

or more gate electrodes each form a Schottky-barrier with the channel region;

— the gate-source voltage controls the conductance of the conduction channel by varying its
cross-section
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4.1.11

transistor a effet de champ métal-semiconducteur (MESFET)

transistor a effet de champ a grille de barriere Schottky dans lequel les électrodes de grille
sont métalliques

4.1.12
transistor a effet de champ a dopage modulé (MODFET) transistor a mobilité des
électrons élevée (HEMT)

transistor a effet de champ métal-semiconducteur dans lequel un matériau dopé forme une
hétéro-jonction avec un canal non dopé ; le matériau dopé fournit des électrons au canal non
dopé dont la mobilité élevée des électrons suscite une augmentation de la conductance du
canal

NOTE MODFET et HEMT peuvent étre utilisés indifféremment.

4.2 Termes généraux

4.2.1 Régions physiques (d’un transistor a effet de cha

4.2.1.1
région gource (d'un transistor a effet de champ)
région physique congue par Ie fabrlcant pour cnte ir ta <ré génératrice dans les
conditio ' ations

4.2.1.2
région
région physique congue par le fabricanipb € a région collectrice dans les cgnditions

4.2.1.3
région grille d'un tra
couche |isolante entre

rface du corps semiconducteur, au-flessous

de laquelle le ca@ e de se former

4.2.1.4

région gde champ a jonctions (JFET)

région 4 de-grille qui est de type de conductivité opposé par rapport a
celui de| fon canal et la région drain

4.2.1.5
région ¢ igtor a effet de champ a grille isolée & déplétion (IGFET)
couche d'i technologiquement placée au-dessous de la région grille

4.2.1.6
région canal d'un transistor a effet de champ a jonctions (JFET)

région entre la région source et la région drain ayant le méme type de conductivité entre ces
deux régions

4.2.1.7

région sous-canal d'un transistor a effet de champ a grille isolée (IGFET)

région située entre la région source et la région drain, a I'exclusion de la région canal d'un
transistor a effet de champ a grille isolée a déplétion et de toutes les zones de transition

adéquates
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4.1.11
metal-semiconductor field-effect transistor (MESFET)
a Schottky-barrier-gate field-effect transistor in which the gate electrodes are metal

4.1.12

modulation-doped field-effect transistor (MODFET) or high electron mobility transistor
(HEMT)

a metal-semiconductor field-effect transistor in which a doped material forms a heterojunction
with an undoped channel; the doped material supplies electrons to the undoped channel
whose high electron mobility results in enhanced channel conductance

NOTE MODFET and HEMT may be used interchangeably.

4.2 General terms

4.2.1 Physical region (of a field-effect transistor)

4.2.1.1
sourcefregion (of a field-effect transistor)

the phykical region that is designed by the manufacturer
the defiped operating conditions to which the specificatt

ion under

4.2.1.2
drain rggion (of a field-effect transisjoyr)

the physical region that is designed by thexma { 14 i idn under
the defiped operating conditions to whick th fons

4.2.1.3
gate region of an IGFET
the insylating layer between t ele i Dr body,

below which the channgl i

4.2.1.4 Q
gate region of a :

the reglon below the S t is of opposite conductivity type from that of the
source, |channel g i

4.2.1.5
channe
the invelrsi

4.2.1.6
channe] region of @’JFET

the regionbetween source regionand drainregionthat hasthe same conductivityltype as

these two regions

4.2.1.7

subchannel region of an IGFET

the region between source region and drain region, excluding the channel region of a
depletion-type IGFET and all pertinent transition zones
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4.2.1.8

substrat (d'un JFET ou d'un IGFET)

1) partie d'un matériau d'origine qui demeure inchangée lorsque les éléments du dispositif
sont réalisés sur ou a l'intérieur du matériau d'origine

NOTE Le matériau d'origine peut étre une couche de matériau semiconducteur coupée dans un seul cristal, une
couche de matériau semiconducteur déposée sur un support de base ou le support de base lui-méme.

2) matériau semiconducteur d'origine avant son traitement

NOTE La signification de ce terme sera éclairée par le contexte dans lequel il est employé. On peut faire une
distinction si nécessaire entre le «substrat d'origine» et le «substrat restant».

4.2.1.9
substrgt (d'un transistor a effet de champ a couche mince)
isolant qui porte les électrodes de source et de drain, la couche grille"igsolante et\la| couche

mince dle semiconducteur

4.2.2 Régions fonctionnelles

4.2.2.1
région gource fonctionnelle
région d'alimentation qui fournit au canal les porteurs

4.2.2.2
région firain fonctionnelle
région ¢ollectrice qui capte les porte e de'\courant principal en provenfnce du
canal

4.2.2.3
canal d|un transistor a €
région fpnctionnelle tr
la concé¢ntration de pa
résultant du champ inte

arge de courant principal et dans |laquelle
tension grille-source, le courant principal

42.2.4

canal d

région 1 dont la
section ésultant
du chanmp int

4.2.2.5

région hlée
région d n sous-

canal e de’l'autre a la région source, la région canal et la région drain

4.2.2.6

région sous-canal fonctionnelle

partie neutre restante de la région sous canal physique qui est délimitée par la région de
charge d'espace sous-canal I'entourant
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4.2.1.8

substrate (of a JFET or IGFET)

1) the part of the original material that remains unchanged when the device elements are
formed upon or within the original material

NOTE The original material may be a layer of semiconductor material cut from a single crystal, a layer of
semiconductor material deposited on a supporting base, or the supporting base itself.

2) the original semiconductor material before being processed

NOTE The intended meaning will become clear from the context in which the term is used. If necessary,
distinction could be made between the "original substrate" and the "remaining substrate".

4.2.1.9

substrgte (of a thin film field effect transistor)
an insulator that supports the source and drain electrodes, the insulatig gate layer;|and the
thin senmjiconductor layer

4.2.2 Functional regions

4.2.2.1
functiopal source region

a supply region that delivers principal-current charge annel

4.2.2.2
functiopal drain region
a collection region that acquires principal-c

rom the channel

4.2.2.3

channe] of a IGFET
the fundtional region throygh™whigfi the principalicurrent charge carriers pass and in which the

carrier goncentration is determingd by the\gate-solrce voltage, the principal current being the
result of the drift field p > i e voltage

4.2.2.4 Q
channe| of a JFE

the fungtional regiql ! iCh\tle principal-current charge carriers pass and whose
cross-section is d . pplied gate-source voltage, the principal current being the

result o ift_fie g d by the drain-source voltage

4.2.2.5

subchahn 3 :

the spage- ch ge’region associated with the transition regions between the subchanngl region
on one §i S e region, channel region and drain region on the other side

4.2.2.6

functional subchannel region
the remaining neutral part of the (physical) subchannel region that is confined by the
surrounding subchannel space-charge region
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4.3 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques

NOTE Lorsqu'il existe plusieurs sortes distinctes de symboles littéraux, on donne ici la plus utilisée.

4.3.1

sens «direct» et «inverse»

ici, «inverse» signifie: sens dans lequel le nombre de porteurs de charge du canal diminue, et
«direct» signifie: sens dans lequel le nombre de porteurs de charge du canal augmente

4.3.2
tension de seuil (d'un transistor a effet de champ a enrichissement) (Vgs(to))

tension grille-source pour laquelle la valeur absolue du courant de drain atteint une faible
valeur gpectifiee

4.3.3
tension

tension [grille-source pour laquelle la valeur absolue du coura i e faible
valeur glpécifiée

4.3.4
couran{ résiduel de grille (d'un transistor a effet g€ cha
courant|circulant dans la borne de grille d'un transi 2 e Fsque la

jonction|de grille est polarisée en inverse

4.3.5
couran{ de fuite de grille (d'un transis affe p—a grille isolée)
courant|de fuite circulant dans la born sistor a effet de champ a grille isolée

4.3.6 Capacités

4.3.6.1

capacitp d'entré n
capacit¢ entre le

borne dg source po

étant court-circuitée a la

4.3.6.2

capacitp

capacitd drain et de source, la borne de grille étant court-circuitée a la
borne d ignaux en courant alternatif

4.3.6.3

capacitp de transfert inverse (en court-circuit) Cisg

1 + 1 1N P~ A H - | i 1 K A .. At + s H il A .
Capacltr Untrc IUS ucrnco Ue uraln CU UcT grlllc, Ia UUrnU utT Scur\.’c Ul.anl. Ccurl \,eru ee a. Ia

borne de grille pour les sighaux en courant alternatif

4.3.7

résistance grille-source rgg

résistance en courant continu entre les bornes de grille et de source pour des tensions grille-
source et drain-source spécifiées

4.3.8
résistance drain-source a |'état passant rpson

résistance en courant continu entre les bornes de drain et de source lorsque le transistor a
effet de champ est a I'état passant
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4.3 Terms related to ratings and characteristics

NOTE When several distinctive forms of a letter symbol exist, the most commonly used form is given.

4.3.1

"reverse" and "forward" directions

here "reverse" means: the direction in which the channel carriers are decreased (depleted),
and "forward" means: the direction in which the channel carriers are increased (enhanced)

4.3.2
threshold voltage (of an enhancement type field-effect transistor) (Vgs(to))

the gate-source voltage at which the magnitude of the drain current reaches a specified low
value

4.3.3
cut-off yoltage (of a depletion type field-effect transistor) (Vgsg

the gate
value

fied low

4.3.4

gate cu
the cur 2 psistor when the gate
junction

4.3.5
gate led

the leak tor

4.3.6 Capacitances

4.3.6.1

(short-gircuit) i t :
the capfcitance 3 8 Qurce terminals with the drain terminal short-¢ircuited
to the spurce terming .0\ Sl

4.3.6.2
(short-gi
the cap
to the s

Circuited

4.3.6.3
(short-g

the cap
to the gate terminal for a.c. signals

vt

H ik - + i 1 h 1 1
T ure ocurCc Lcrmlnal SINTUTU Irculted

4.3.7
gate-source resistance rgg

the d.c. resistance between gate and source terminals at specified gate-source and drain-
source voltages

4.3.8
drain-source on-state resistance rpsgn

the d.c. resistance between the drain and source terminals when the FET is in its on-state
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4.3.9
charge de grille Qgs
charge nécessaire pour augmenter la tension grille-source de zéro a une valeur spécifiée

4.4 Symboles littéraux
4.4.1 Généralités

Les articles 2, 3 et 4 du chapitre V de la CEl 60747-1 s'appliquent.

4.4.2 Indices généraux supplémentaires

En plus|de la liste des indices généraux donnée en 2.2.1 du chapitre V d¢ la CE| 60747-1, les
indices puivants sont recommandés pour les transistors a effet de cha

D, d = drain

G, g = grille

S,s = source

B, b; U,lu = substrat

T; th; (T|O) = seuil

4.4.3 |Liste de symboles littéraux (\ /\
N/

Nom et désignation & &mbo‘\{httera}\/ Observation

4.4.3.1] Tensions

Tensiop (continue) drain-sou% \ & \\,vﬁs

N/
Tensiop (continue) grille-Kouk\( )\/ Vss
N

Tensiop grille-source au
effet d¢ champ a jd

de champ a grille ¥s - ype a dépléti

Tensiop de seuil g{\ d'u transis \r\éffet Vst Vasny: Ves(ro)

Vies(orr) Vesoff

de champ a grille fsolé ichissément)

Tensiop dlreém\¥ \> Visse
Tensiofinverse\co ue) grile-source Vssr
Tensiop (continue) grillecdrain Vebp
Tensiop (Continue) source-substrat Vse: Vsu
Tension (continue) drain-substrat Voe: Vou
Tension (continue) source-substrat Vise: Vsu
Tension grille-grille (pour les dispositifs a plusieurs Vei-c2
grilles)

Tension de claquage grille-source, le drain étant ViBr)Gss

court-circuité a la source



https://iecnorm.com/api/?name=426f5ec29c862fd9d9621b6f1158f446

60747-8

4.3.9
gate ch

© |EC:2000 -31-

arge Qgs

the charge required to raise the gate-source voltage from zero to a specified value

4.4 Letter symbols

4.4.1

General

Clauses 2, 3 and 4, chapter V of IEC 60747-1 apply.

4.4.2 Additional general subscripts
In addifion to the list of recommended general subscripts given in er Vooof
IEC 60747-1, the following special subscripts are recommended for fie ors:
D, d = drain
G, g = gate
S,s = source
B, b; U,{u = substrate
T; th; (TIO) = threshold
4.4.3 | List of letter symbols (\ /\
N
Name and designation & & LQter s\\mt%{ )\/ Remarks
4.4.3.1 |Voltage /X
Drain-soprce (d.c.) voltage \ & \\vzg
S
Gate-soyrce (d.c.) voltage Vis
[\ VN
Gate-soyrce cut-off voltage (of &’ jumction field<effect
transistof and of a gépletion\ype instilated-g Vis(orr) Vesoff
field-effgct transisto
Gate-soyrce threshol age of anenhanc \4t ViesTi Vas(hy: Ves(ro)
type insylated-gate field-effect transis
Forward gate-<um.)x\glt;§e\> Vsske
N
Reverse MMVO%S% Vasr
A
Gate-drdin (d.c. \oltage Vo
Source-qubstrate (d.c.) voltage Vse; Vsu
Drain-substrate (d.c.) voltage Voge: Vbu
Gate-substrate (d.c.) voltage Vee: Vsu
Gate-gate voltage (for multi-gate devices) Ve1-62
Gate-source breakdown voltage with drain short- Vigr)Gss
circuited to source
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

4.4.3.2 Courants

Courant (continu) de drain Ib

Courant de drain, dans des conditions grille-source Ipsx

spécifiées

Courant de drain, pour une résistance grille-source Ipsr

extérieure spécifiée

Courantd da rlw;nn Ia nrllln nfanf SOUHE r\:rr\u:tnn 3 lubb

la sourfe (Vgg = 0) (
Courar]t (continu) de source Is

Courar]t de source, dans des conditions grille-drain Ispx

spécifiges

Courar]t de source, la grille étant court-circuitée
au draip (Vgp = 0)

Courart (continu) de grille

N
X

RO

D

Courart direct de grille

Courart résiduel de grille (d'un transistor a effet de

champla jonction), la source étant en circuit o

rt

Courart résiduel de grille (d'un transistor a effet d

champla jonction), le drain et n c%uﬂ\

a la soprce

Courar|t résiduel de grille d ‘un‘t@nsi tor.-a_effe \)\/ Igss
de champ a jonction), le court-cirguité

Courarnt de fuite M

ntransistar-aeffe Igss
de champ a grille iso ainétan r
circuitd a la sourc
Courar|t de fui ille (diuhtransistor a effet Iesx
de champ aj nction ns\des songhitions de
circuit j ec fié
Courart \u\str t \\/ Ig; Iy

4.4.3.3 DissipaWpuissance

Dissipatiormr de puissance (Comntmnu) araif-Source

Fps
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Name and designation Letter symbol Remarks
4.4.3.2 Currents
Drain (d.c.) current Ip
Drain current, at a specified gate-source condition Ipsx
Drain current, at a specified external gate-source Ibsr
resistance
Drain current, with gate short-circuited to source Ibss
(Ves=0 7
Source (f.c.) current I A
s A O
Source durrent, at a specified gate-drain condition Ispx \
Source durrent, with gate short-circuited to drain Isps x \>
(Vep=0
eP N
Gate (d.¢.) current /,ue\ \ \\)
Forward [gate current ( l@ \)
\d

Gate cut}off current (of a junction field-effect Istlo O

transistof), with source open-circuited J\/

Gate-cuttoff current (of a junction field-effect so\/

transistof), with drain open-circuited

Gate cutfoff current (of a junctj \\> Igss

transistof), with drain short- CII’ |ted source

Gate leakage current (of a Igss

field-effgct transistop),\with

to sourcq

Gate cut}off current ( Igsx

transistof), with specifie

conditior]s

Substratg rré\ \ \ \) Ig; Iy
}\ ANCS

4.4.3.3 |Power ipxaki

Drain-sojirce (d.Wissipation Pps
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

4.4.3.4 Résistances (ou conductances) et capacit

Résistance drain-source

Résistance grille-source

Résistance grille-drain

Résistance de grille (pour Vpg = 0 ou vy4s = 0)

I'pss Tds
Icss rgs
I'eps Igd
Icss: rgss

Résistance drain-source a |'état passant

'ps(oN)s Tds(on): 'Dson

Résistance drain-source a |'état bloqué

'ps(0FF): Tds(off): 'DSoff

Capacité grille-source, le drain étant en circuit Cyso
ouvert [les circuits drain-source et grille-drain

étant en circuit ouvert au point de vue alternatif)

Capacité grille-drain, la source étant en circuit Cydo

ouvert [les circuits drain-source et grille-source
étant en circuit ouvert au point de vue alternatif)

N

Capacité drain-source, la grille étant en circuit
ouvert [les circuits grille-drain et grille-source
étant en circuit ouvert au point de vue alternatif)

Capacité d'entrée en montage source commun
sortie @tant en court-circuit; capacité grille-
(le drain et la source étant en court-circuit au
de vue|alternatif)

Capacité de sortie en montage source commyne,
I'entréq étant en court-circuit
(la grille et la source étant en¢ourt
de vuelalternatif)

SN

Condu tanceden enYpontagesowrce \/
la sortip étant en our cirguit

Oiss
Condugtance de sortieen m sourée \\/ Ooss
commyne, I'entrée(étant ®n co t cihbquit
Capacité de geacti e soyrce commune, Ciss: Cioss
I'entréq étanten cour ire t au t de vue
alternaji
Capacité de e drain commun, Cods; Coads

I'entréq étant-en i ult (la grille et de drain
étant en court-circuit point de vue alternatif)



https://iecnorm.com/api/?name=426f5ec29c862fd9d9621b6f1158f446

60747-8

© |EC:2000

— 35—

Name and designation

Letter symbol

Remarks

4.4.3.4 Resistances (or conductances) and capacitances

Drain-so

urce resistance

Gate-source resistance

Gate-drain resistance

Gate res

istance (with Vpg = 0 or vg4s = 0)

'ps; Ids
Ies: rgs
I'eps Tgd
Icss: rgss

Drain-so

urce on-state resistance

'bs(oNy): Tds(on): 'DSon

Drain-soptrce-off-state resistance rua\ur—r—}; rUNU“); Fersoit /
Open-cirpuit gate-source capacitance (drain-source Cyso

and gate}-drain open-circuited to a.c.) /\ &
Open-cirpuit gate-drain capacitance (drain-source Cydo

and gate}source open-circuited to a.c.)

Open-cirpuit drain-source capacitance (gate-drain Cdso \

and gate}source open-circuited to a.c.)

Short-cirfpuit input capacitance in common-source issi(C1/ss \)
configuration; gate-source capacitance (drain-

source short-circuited to a.c.) /\ ‘\/
Short-cirpuit output capacitance in common-sourege s éZ\J
configurdtion; drain-source capacitance (gate-

source short-circuited to a.c.)

Short-cir
configurg

Cuit input conductanc
tion

\\> Oiss

N
Short-cirpuit output condugtance/innconmon;source Joss
configurgtion /\
Commory-source reverse’tra apaci aw Cissi Cioss
input shqrt-circuited &,
Short-cir Cods: Coods

configurg

Cuit ou cagpacitancg in commmon-drain
tion (gate-drainshagt-cirquited to a.c.)
DY

2N
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

4.4.3.5 Parametres pour signaux de faible puissance (voir figures 1, 2 et 3)

Admittance d'entrée, la sortie étant en court-circuit

Yis = Regyig)+ j_wcis
Y115 = Regya15)* jWC1 g

Admittance de transfert inverse, I'entrée étant

en cou

rt-circuit

Yrs = Reyrg)t j_wcrs
Y125 = Re(y105)+ jWC1 o

Admittance de transfert direct, la sortie étant

en cou

rt-circuit

Yis = Re(yts)+ j_lmyfs
Yo15 = Regyo1g)t jiMyas

Admitt

nce de sortie, I'entrée étant en court-circuit

Yos = Re(yos)* j_wcos
Y225 = Re(yo05)+ jWCoos

Modulg
I'entréq

de I'admittance de transfert inverse,
étant en court-circuit

Oyrst; Oyqas0

Phase
I'entréd

de I'admittance de transfert inverse,
étant en court-circuit

Modulg
la sorti

de I'admittance de transfert direct,
P étant en court-circuit

¢yrs; %&\ \
N

st' B2ANE

A S

Phase
la sorti

de I'admittance de transfert direct,
P étant en court-circuit <\

Condu
(dans |

tance grille-source
P circuit en Tt équivalent)

W

Condu
(dans Ip

tance grille-drain \
P circuit en Ttéquivalent) (\

994

\/ 9ds

Condug¢tance drain-sourc

(dans Ig circuit enmw alent)

Transcanductance Ims; Im
(dans Ig circuit en Tt équivalent)

Capacité grlIIe sou \\/ Cys
(dans Ip CII’C guivale

Capacitg’grille~drai Cqa
(dans Ip IrCUI Mlen

Capaci Cys

(dans |

té drain=
P circuif en valent)



https://iecnorm.com/api/?name=426f5ec29c862fd9d9621b6f1158f446

60747-8 © IEC:2000

37—

Name and designation

Letter symbol

Remarks

4.4.3.5 Small-signal parameters (see figures 1, 2 and 3)

Short-circuit input admittance

Yis = Reqyig)+ jwCis
Y115 = Reyi1)+ jWC1

Short-circuit reverse transfer admittance

Yis = Re(yrs)+ j'wcrs
Y125 = Reyios)+ jWCos

Short-circuit forward transfer admittance

Yis = Reqys)* jl_myfs
Y215 = Reyo1g)t JIMyo1g

Short-cirpuit output admittance

Yos ¢
Y225 = Reyoog)+ jWCsos

= Reyog)t jwCos

Modulus|of the short-circuit reverse transfer
admittance

Oysts Oyas0 (\

Phase off the short-circuit reverse transfer
admittance

d
)
FERES

Modulus|of the short-circuit forward transfer
admittance

st

)

Phase of the short-circuit forward transfer
admittance

s~ Ry21s )\/

x
S

Gate-soyrce conductance 9y
(in the mtlequivalent circuit) (

Gate-drain conductance \ 9gd
(in the mtlequivalent cwcun)l\

Drain-soprce condu Jds
(in the mtlequivalenficirc t)

Forward [transconduc \/ Ims; Im
(in the mtjequivalent €irc

Gate-sol Cys
(in the T

Gate-drgin acitagce Cyd
(in the mtlequivaleqt-eircul

Drain-soprée’capacitance Cys

(in the Ttlequivalent circuit)
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

4.4.3.5 Parametres pour signaux de faible puissance (suite)

Coefficient de réflexion d'entrée:

— en montage source commune S11s OU Sjg

— en montage grille commune S11g OU Sig

— en montage drain commun S114 OU Sig
Coefficient de réflexion de sortie:

— en montage source commune Spps OU Spg

— en montage grille commune Sp2g OU Spq

— en moJTtage aramnT cormmamn S522d OO Soq (
Coefficignt de transmission directe:

— en montage source commune Sp15 OU Sgg

— en montage grille commune Sz1g OU Spg

— en montage drain commun Sy14 OU Sig (\
Coefficignt de transmission inverse:

— en montage source commune S10g OU Sp3

— en montage grille commune S175 OU S;

— en mo

ntage drain commun

4.4.3.6 |Autres parameétres (\\// /\ \
. . N N
Gain de puissance Gpi
Fréquenge de coupure (dans le montage s
en source commune) (‘\
Tension e bruit <\ /\\ \) \\> v,
Facteur ¢le bruit [\ F
Coefficignt de tem%?/ra}\ge@ cour%z}‘s\dr%\ ap
Coefficignt de températyte &Sistanc \) Oygs
drain-so{irce /\
Retard de crois/sen% \ td(on) M
Retard de #é r&isa ce\ \ Ly(off) ]
Temps dw\w \\) t O Temps de commutgition
Temps de décroissance f ] (voir figure 4)
Temps tatakd'établissement fom A—Lom—="Tetom—t1;
Temps total de coupure tott ] foff = la(off) +
Fréquence pour laquelle le coefficient de
transmission direct est égal a l'unité:
— en montage source commune fss OU fiss f.s = f pour Osy;0=1
— en montage grille commune fsg OU fisg foy = f pour Osy 0= 1
— en montage drain commun fsq OU fisq fzz = f pour [|521g[| =1
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Name and designation

Letter symbol

Remarks

4.4.3.5 Small-signal parameters (continued)

Input reflection coefficient:

— in common-source configuration S11s O Sjg

— in common-gate configuration S11g OF Sig

— in common-drain configuration S114 O Sig

Output reflection coefficient:

— in common-source configuration Soos OF Spg

— in common-gate configuration Spog OF Sog

— in conjmon-drain configuration Soog OF Sgg (

Forward ftransmission coefficient:

— in conjmon-source configuration
— in conjmon-gate configuration
— in conjmon-drain configuration

Reverse|transmission coefficient:
— in conjmon-source configuration
— in conmjmon-gate configuration
— in conmjmon-drain configuration

4.4.3.6 |Other parameters

Power gain

N\

Cut-off flequency (in the common-source
configurdtion)

Noise vojtage < (\\
DA Oy

Noise figure

Temperdture coefﬂé}fy }aln cur%nt ap

Temperdture coefflmentéww Oyds

Turn-on felay time \ taon) —

Turn-off delay%e\\ \> ta(of) O

Rise timg & \\ g [ Switching times

Fall time \ f : (see figure 4)
Turn-on finme ton 00 fon = faon) * &
Turn-off time tOff : tOff = td(Off) + tf
Frequency of unity forward transmission coefficient:

— in common-source configuration fss OF fisg fss = f for Osy0=1
— in common-gate configuration fsg OF fisg fog = f for Os,y40=1
— in common-drain configuration fsd or fisq fsg = f for Os,g0=1
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Ig—-» G?

?D B — ]

Vgs Yis Vds-yrs Vgs 41 Yos Vcils
sb 4
IEC 2705/2000
Figure 1
—JYrs /\( N\
/g—-bG?* ll Il D, /4
st (Yis +¥rs)  (Yos + yrs) (yts—yrs)Vgs |
s /\ bs
\) IEC | 2706/2000
Figure 2 G
|[Cee
| »
I s Cds ImsVgs |
Vgs — dds —_— Vds
i |
s <\ s
\ \> IEC | 2707/2000
Figure 3
rametres y en petits signaux en montage source commune et
parameétres du circuit en Ttéquivalent
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Ig—> G?

IEC 2705/2000

IEC | 2706/2000

—41 -
ﬁ)D -y
' 1
Vglgs Yis Vds-yrs Vgs - yts Yos Vds
| |
sb bs
Figure 1
—JYrs /\(
I |
VTS (Yis + yrs) (Yos + yrs) (yts—yr8)Vgs I
s \/)\ Is
Figure 2 G

ﬁ)Dd——/d

Figure 3

I-signal y parameters in common-source configuration
and mequivalent circuit parameters

IEC | 2707/2000
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VDSDn—

IEC 27082000
Figure 4\- T s d&c ation
4.4.3.7 | Transistors ée t hamp\a

Norp\et dgs@héh%\ \ Symbole littéral Observations

Différence entre lés coyrands de fu e de gfi Ig1 — lg2 La plus faible valeur est $ous-
les trangistors a effevdet i traite de la plus forte valgur

différenfge entre Ies 5
les trangistors a ef t

Rapporf des ¢ ts\de ne tension Ipss1 ! Ipss2 La plus faible des deux vpleurs
grille-sdurce figure au numérateur

Différenge des.cand nces e sortie en petits Gos1 — Jos2 La plus faible valeur est
signaux|et SOUKEE un soustraite de la plus fortg valeur

Rapporf des conductances de transfert direct Ois1 ! Ots2 La plus faible des deux vpleurs
en petity signaux et urce commune figure au numérateur
Différenice’des tensions grille-source Vegs = Veca La plus faible valeur est

soustraite de la plus forte valeur

Variation de la différence des tensions grille-source A (Vgs1 — Vaos2)lar
entre deux températures



https://iecnorm.com/api/?name=426f5ec29c862fd9d9621b6f1158f446

60747-8 © IEC:2000 — 43 -
%
A GGS
T L
I
I
i
I
: Ves
I
i
A 10%
0 !
1
VDSA !
1
| 1
D
ID
IDM /
Vos
Voson ~
[d(an
IEC 270$/2000
Figuye 4 — SW cf
4.4.3.7 | Matched-pair fl%j\e{e |st
Name and S|g}a\|on ('\ etter symbol Remarks
Difference of gate lgakagescurrent i Ig1 — Ig2 The smaller value is subfracted
field-effpct transis i from the larger value
currentq (for junctio

two tem

peratures

Ratio ofldrain currepds source %ge Ipss1 ! Ibss2 The smaller of the two vglues is
taken as the numerator

Difference of §mall® al rce output Gos1 — Jos2 The smaller value is subfracted

conducta/c\s from the larger value

Ratio of a% Wurce forward transfer Ots1 ! Gis2 The smaller of the two vglues is

conductance taken as the numerator

Difference of'gate- oltages Vis1 — Vas2 The smaller value is subfracted
from the larger value

Change n difference of gate-source voltages between | A (Vgs: — Ves2)UaT
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5 Valeurs limites et caractéristiques essentielles

5.1 Généralités
5.1.1 Catégories de dispositifs
Les transistors a effet de champ sont divisés en trois catégories:

— type A: type ajonction de grille;
— type B: type a grille isolée a déplétion;
— type C: type a grille isolée a enrichissement.

5.1.2 Dispositifs a grilles multiples

Pour lep dispositifs a grilles multiples, les valeurs limites et le e grille
exigées|doivent étre données pour chaque grille séparément, 3 prescrit
différenmment.

5.1.3 Précautions de manipulation

A cause de la trés grande résistance d'entrée des/trapsisto gle champ, laJcouche
isolant Ia grille (pour les types a grille isolée) ou Ja jonction de\gx| pdur les types ajjonction
de grill¢) peut étre endommagée de fa i e tegsion trop élevée [peut se
développer, due par exemple au coqtack de Bes électrostatiquemént, aux

Lorsqu'dén manipule ces dispositifs, i grence observer les précaufions de
manipulation données a I'agriicle 1 | 60747-1

52 TYHES
5.2.1 A B c
5.2.1.1 + 4 +
5.2.1.2 + 4 +
5.2.1.3

Valeur hHnritemedrrate- T +

5.2.2 Dissipation de puissance (Piot)

5.2.2.1 Dissipation de puissance totale maximale (Piptmax) dans la
gamme spécifiée des températures de fonctionnement (température
ambiante ou température de boitier). Les exigences spéciales pour la
ventilation et/ou le montage doivent étre indiquées.
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5 Essential ratings and characteristics

5.1 General
5.1.1 Device categories
Field-effect transistors are divided into three categories:

— type A: junction-gate type;
— type B: insulated-gate depletion type;
— type C:. insulated-gate enhancement type.

5.1.2 Multiple-gate devices

For mulfiple-gate devices, the required gate ratings and characteris
gate separately, except where otherwise stated.

5.1.3 Handling precautions
Becausg¢ of the very high input resistance of field-eff
(for inslilated-gate types) or the gate junction (for(ju

damaggd if an excessive voltage is allowed
electrogftatically charged persons, leakd

When h
IEC 607

5.2 R
52.1
5.2.1.1

5.2.1.2

5.2.1.3

Por each

bn layer
versibly
ct with

r IX, of

ES

5.2.2 POWeETr aisSSipation (Piot)

5.2.2.1 Maximum total power dissipation (Piimax) over the specified range

of operating temperatures (ambient or case). Any special requirements for
ventilation and/or mounting shall be stated.
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TYPES

A B C
Soit:
5.2.2.1.1 Courbe de Pigtmax en fonction de la température de fonction- + + +
nement (Tymp OU Tease), SOit (pour les transistors a effet de champ MOS de
puissance uniguement:
5.2.2.1.2 a) Temperature virtuelle maximale de canal (7,jmax), et + +
5.2.2.1}12 b) Valeur limite absolue de la dissipation de puissance totale 4 +
(Ptotab 5).
NOTE Quand T,jmax et P,abs sont spécifiées, il convient de spécifier égale
s'il'y a ligu, Zy, (voir les paragraphes applicables de 5.3). N1
5.2.2.2| Pour les transistors a effet de champ MOS de puissance
Valeur ¢gle pointe maximale de la dissipation de puissance jotale . 9 +
Courbg de Pioymax (s'il y a lieu).
5.2.2.3] Pour les transistors a effg
uniquement:

4 +

Aire de
spécifie
d'impulsions spécifiées.
5.2.3 Tensions et cob
Les valeurs limites dpi
dans |d domain S 16
autre tgmpérat
liste de l'article 5
5.2.3.1 + 4 +
5.2.3.2 + 4 +
grille-s
5.2.3.3 + 4 +
5.2.3.4 e-grille maximale (pour les dispositifs a plusieurs + 1 +
grilles)| dans’des cofditions spécifiées.
5.2.3.5 Pour les transistors a effet de champ a grille isolée ayant des
sorties de source et de substrat séparées (type découpeur ou interrupteur):
— tension maximale grille-substrat, dans des conditions spécifiées; + +
— tension maximale drain substrat, dans des conditions spécifiées; + +
— tension maximale source-substrat, dans des conditions spécifiées. + +
5.2.3.6 Courant de drain
5.2.3.6.1 Courant de train maximal (/p) + + +
5.2.3.6.2 Pour les transistors a effet de champ MOS de puissance uniquement:
Valeur de pointe maximale du courant de grain (/pym), dans des conditions + +
d'impulsions spécifiées.
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TYPES

5.2.2.1.1 A curve showing Pi,imax as a function of operating temperature
(Tamp Or Tcase), or (for power MOSFET only):

5.2.2.1.2 a) Maximum virtual channel temperature (T,;max), and

5.2.2.1

NOTE
be speci

5.2.2.2
Maximu
A curvd

5.2.2.3

Safe operating area (SOAR) where

operati

5.2.3

Rating
temper
chosen

5.2.3.1
5.2.3.2

5.2.3.3
5.2.3.4

specifigd

5.2.3.5
and su

— max

PN TR AL [T LT ! e 1 1 ) o (D [N
< ) ADSUTULE TITITUTTY vdaiute Ul tutal pOWET UlsSTYAallUIT ( FiptdldS).

[Vhen T,,max and Pabs are specified Ry, and, where appropriate, Zy, shou{d also
ied (see the relevant subclauses in 5.3). Q

For power MOSFET only:

m peak total power dissipation (Pigipmax).

, showing Piogymax (where appropriate).

For power MOSFET only:

hstrate.te 3ls (chopper or analog-switch types):

mum gate-substrate voltage, under specified conditions;

— maxi

— maxi

5.2.3.6

mum drain-substrate voltage, under specified conditions;
mum source-substrate voltage, under specified conditions.

Drain current

5.2.3.6.1 Maximum drain current (Ip)

5.2.3.6.2 For power MOSFET only:

Maximum peak drain current (Ipy), under specified pulse conditions.



https://iecnorm.com/api/?name=426f5ec29c862fd9d9621b6f1158f446

— 48 - 60747-8 © CEI:2000

TYPES

A B C
5.2.3.7 Courant direct de grille maximal +
5.2.3.8 Courant direct de la diode inverse (pour les transistors a effet de
champ MOS de puissance) dans les applications suivantes:
— amplificateur basse fréquence;
— transistor de commutation;
— découpeur;
— amgnficateur courant continu au niveau bas.
5.2.3.8]1 Courant continu maximal de source (/s(g)) 4 +
5.2.3.8/2 Valeur de pointe maximale du courant de source (Ism \)> +
des corditions d'impulsions spécifiées.
5.2.4 Données mécaniques
Les exigences concernant les données mécaniques, + 1 +
semiconducteurs, s'appliquent & ces dispositifs.
5.3 Jaractéristiques
Les caractéristiques doivent étre X indication
contraife; les autres températures doixent & isi g la liste de
I'article /
5.3.1
5.3.1.1 +
Courant de fuite 1 +
Valeur
les autres connexi
fonction
spécifide.
Egalem
Valeur
griIIe—s
de 25°
5.3.1.2 t f +
Valeur maximale, pour des tensions drain-source et grille-source spécifiées,
les autres connexions des bornes étant spécifiées, a une température de
fonctionnement de 25 °C et & une température de fonctionnement plus
élevée spécifiée.
5.3.1.3 Courant de drain pour une tension grille-source nulle (Ipss) + +
Valeurs minimale et maximale, pour des tensions grille-source nulle et
pour une tension drain-source spécifiée, les autres connexions des bornes
étant spécifiées, a une température de fonctionnement de 25 °C et, s'ily a
lieu, & une température de fonctionnement plus élevée spécifiée.
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chopper;

conditigns.

IEC 60)47-1.

specifie

Togeth

gate-sd

TYPES
B
5.2.3.7 Maximum forward gate current
5.2.3.8 Forward current of the inverse diode (for power MOSFET) in the
following applications:
low-frequency amplifier;
switching transistor;
— low-level d.c. amplifier.
5.2.3.8{1 Maximum continuous (d.c.) source current (Isg)) 4
5.23.8 Maximum peak source current (/sy)), under spegified NA
5.2.4 Mechanical data
The rgquirements for mechanical data, valid for 1
deviceg, apply to these devices.
5.3 (haracteristics
Characteristics are to be given at 25 ° X
other t¢mperatures should be taken from the list In
5.3.1 Characteristic
5.3.1.1] Gate cut-off curent
Gate ldakage ct 4
Maximym value, at & \
connec at\an opeyating temperature of 25 °C and at one
Maxim LS Re cuient of all gates connected together, at specified
i e’voltage, at an operating temperature of 25 °C and
at one gpecifiedshighenoperating temperature.
5.3.1.2| \Brain cut-off current 1
Maximum value, at specified drain-source and gate-source voltages, other
terminal connections being specified, at an operating temperature of 25 °C
and at one specified higher operating temperature.
5.3.1.3 Drain current at zero gate-source voltage (Ipss) +
Minimum and maximum values, for zero gate-source voltage, at a specified
drain-source voltage, other terminal connections being specified, at an
operating temperature of 25 °C and, where appropriate, at one specified
higher operating temperature.
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A B c
5.3.1.4 Courant de drain pour une tension grille-source spécifiée (Ip) +
Valeurs minimale et maximale, pour des tensions grille-source et drain-
source spécifiées, les autres connexions des bornes étant spécifiées, a
une température de fonctionnement de 25 °C et, s'il y a lieu, a une
température de fonctionnement plus élevée spécifiée.
5.3.1.5—Fenston Uli”C'DUule at bbbagc (\/’Ggoff)) T
Valeurg minimale et maximale de la tension grille-source pour laqu
courant de drain est réduit a une faible valeur spécifiée, leg
connexjons des bornes étant spécifiées, dans le domaine des tempy N
de fondtionnement.
5.3.1.6| Tension grille-source de seuil (Vgs(to)) +
Valeurs minimale et maximale, pour une tension
spécifige et pour une valeur du courant de drain(ég;
10 fois|la valeur maximale du courant de drai
nulle, |les autres connexions des
tempérpture de fonctionnement de 2¢
de fondtionnement plus élevée spécifiét
5.3.1.7] Capacité d'entrée, sortie en court-ei + 1 +
Valeur [maximale, en petis
des conditions de palari
spécifige, la sortie éta
5.3.1.8| Cond @ + | A +
circuit (goss, Coss
Valeur
des co
spécifig
5.3.1.9K Capacit&de réastion, entrée en court-circuit (s'il y a lieu) (Crss) + 1 +
Valeur [maxi
des conditions
spécifig
5.3.1.10 Transconductance directe (gss)
5.3.1.10.1 (Non applicable aux transistors a effet de champ MOS de puissance)
Valeurs minimale et maximale dans des conditions de polarisation + + +
spécifiées et pour une fréquence basse spécifiée.
5.3.1.10.2 Pour les transistors a effet de champ MOS de puissance uniquement
Valeur minimale, pour une tension drain-source et un courant de drain + +
spécifiés, a la température de fonctionnement de 25 °C et, s'il y a lieu, a
une température plus élevée spécifiée.
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B

5.3.1.4 Drain current at specified gate-source voltage (/p)
Minimum and maximum values, For specified gate-source and drain-source
voltages, other terminal connections being specified, at an operating
temperature of 25 °C and, where appropriate, at one specified higher
operating temperature.
5.3.1.5__Gate-source cut-off voltage (Vgsoss) +
Minimuym and maximum values of gate-source voltage at which the
current] has been reduced to a specified low value, other
connedtions being specified, over the range of operating temperat

N\
5.3.1.6] Gate-source threshold voltage (Vgs(t0))
Minimuym and maximum values, at a specified high val
voltagg, and at a value of drain current equal to or
maximyim value of drain current at zero gate
connedtions being specified, at an operating te
where qppropriate, at one specified higher ope
5.3.1.7] Short-circuit input capacitance ( 1
Maximyim small-signal value, in cg 3 gnfiguration, under
specifigd bias conditions and at a spe ; y, with the output
short-c|rcuited to a.c.
5.3.1.8] Short-circuit where appropriate, 1
capacitance (ggss, Cod
Maximdgim sma umen-source configuration, under
specifiegd bias coridi ied low frequency, with the input
short-c i \
5.3.1.9 irsui C K capacitance (where appropriate) (Cyss) 1
Maximuin g, in common-source configuration, under
specifié nd at a specified low frequency, with the input
short-c
5.3.1.1p ,FofwartNgdnsconductance (gss)
5.3.1.101T (NOT applicable To power MOSFET)
Minimum and maximum values under specified bias conditions and at a +
specified low frequency.
5.3.1.10.2 For power MOSFET only
Minimum value, for specified drain-source voltage and drain current, at an +
operating temperature of 25 °C and, where appropriate, at a specified
higher temperature.
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5.3.1.11 Pour les applications a faible bruit, tension de bruit et, s'il y a + + +
lieu, facteur de bruit (V, F):

Valeur maximale en montage source commune, pour des conditions
spécifiées de la polarisation, de la résistance de source, de la fréquence
centrale et de la bande passante efficace.

5.3.1.12 Caractéristiques de la diode inverse (pour les transistors 3 eff
de champ MOS de puissance uniquement)

5.3.1.1.1 Tension directe (Vp(g))

Valeur maximale pour un courant de source specifié (Isg)) et Ve
5.3.1.1p.2 Temps de recouvrement (t(g))

Valeur Imaximale dans des conditions spécifiées.

5.3.1.1B Pour les transistors a effet de champ MOS de§
ment e} lorsque la température virtuelle de canahest j
valeur [imite:

Résistal
Valeur maximale.

5.3.1.14 Pour les transi
ment ef lorsque la temp
valeur [imite:

Impédance thermique
Zth(j-cas 3))- @

Valeur maximale.

puissance unique-
indiquée en tant que

5.3.2

5.3.2.1
Courart de

Valeur [maximale, pdur une tension grille-source ou drain-grille spécifiée,
les autfes*connexions des bornes étant spécifiées, & une température de
fonctionnement de 25 °C et & une température de fonctionnement plus
élevée spécifiée.

Egalement:

Valeur maximale, du courant de toutes les grilles réunies, pour une tension
grille-source ou drain-grille spécifiée, & une température de fonctionnement
de 25 °C et a une autre température de fonctionnement plus élevée spécifiée.

5.3.2.2 Courant de drain au blocage + + +

Valeur maximale, pour des tensions drain-source et grille-source
spécifiées, les autres connexions des bornes étant spécifiées, a une
température de fonctionnement de 25 °C et a une température de
fonctionnement plus élevée spécifiée.



https://iecnorm.com/api/?name=426f5ec29c862fd9d9621b6f1158f446

60747-8 © IEC:2000 - 53 -

5.3.1.11 For low-noise applications, noise voltage and, where appropriate,
noise figure (Vy, F):

Maximum value, in common-source configuration, under specified condi-
tions of bias, source resistance, centre frequency and power bandwidth.

5.3.1.12 Characteristics of the inverse diode (for power MOSFET only)

5.3.1.1p.1 Forward voltage (Vp))

Maximyim value at specified source current (/s(g)) and at Vgs = 0.
5.3.1.1P.2 Reverse recovery time (fy(g))

Maximdim value under specified conditions.

5.3.1.1B For power MOSFET only and when virtua
is quoted as a rating:

Thermal resistance channel-to-ambient or ch
(Rth(j-case))-

Maximdym value.

5.3.1.1
is quoted as a rating:

Transient thermal impegance
or (Zn(jlcase))-

Maximiym values
5.3.2
5.3.2.1

Gate le

terming
and at

irlg specified, at an operating temperature of 25 °C
Nigher operating temperature.

Togethprwith:

<

Maximum value of the current of all gates connected together, at specified
gate-source or drain-gate voltage, at an operating temperature of 25 °C
and at one specified higher operating temperature.

5.3.2.2 Drain cut-off current

Maximum value, at specified drain-source and gate-source voltages, other
terminal connections being specified, at an operating temperature of 25 °C
and at one specified higher operating temperature.
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TYPES
A B C
5.3.2.3 Courant de drain pour une tension grille-source nulle (Ipss) + +
Valeurs minimale et maximale, pour une tension grille-source nulle et pour
une tension drain-source spécifiées, a une température de fonctionnement
de 25 °C et, s'il y a lieu, a une température de fonctionnement plus élevée
spécifiée.
5.3.2.4__Courant de drain pour une tension grille-source spécifiée (Ipgy) +
Valeurg minimale et maximale pour une tension drain-source spécifié
autres gonnexions des bornes étant spécifiées a une température de fe
nemenf de 25 °C et, s'il y a lieu, a une température de fonctionnem
élevée [spécifiée. N\
5.3.2.5] Tension grille-source au blocage (Vgsoff) 9
Valeurs
couran
connex
de fondtionnement.
5.3.2.6] Tension grille-source de seui S +
Valeurg minimale et maximale, po
spécifige et pour une valeur du courant|de i périeure a 10 fois
la valelir maximale du co i de grille nulle, les
autres |connexions des ‘ v une température de
fonctiopnement de 25 t i ne température de fonctionne-
ment plus élevée spég
5.3.2.7
5.3.2.7 + 4 +
spécifie
Yis =P
Yos — P
Yis — P imaginaire, valeurs minimales et maximales
( 5.3.2.7.2);
Yrs — pprties réelleset'imaginaire, valeurs maximales;
5.3.2.7.2 Pour les Transistors a effet de champ MOS de puissance comme + +
alternative a yss transconductance directe (gss):
Valeur minimale, pour une tension drain-source et un courant de drain
spécifiés, a la température de fonctionnement de 25 °C et, s'il y a lieu, a
une température de fonctionnement plus élevée spécifiée.
5.3.2.8 Facteur de bruit (F) + + +
Valeur maximale, dans des conditions spécifiées de polarisation, d'impédance
de source, de fréquence centrale et de bande passante efficace. Ces
conditions doivent étre celles qui donnent la plus faible valeur du facteur
de bruit.
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TYPES
B

5.3.2.3 Drain current at zero gate-source voltage (Ipss) +
Minimum and maximum values, for zero gate-source voltage and a
specified drain-source voltage, other terminal connections being specified,
at an operating temperature of 25 °C and, where appropriate, at one
specified higher operating temperature.
5.3.2. 4DBramncurrentat apcbificd gatc-auwbc vu“auc (I'DS)()
Minimum and maximum values, for specified drain-source voltage otherq
termingl connections being specified, at an operating temperature 0 °C
and, where appropriate, at one specified higher operating temperatd N
5.3.2.5] Gate-source cut-off voltage (Vgsoff) 9
Minimuym and maximum values of gate-source voltage
current] has been reduced to a specified low
connedtions being specified, over the range of oper
5.3.2.6
Minimul
voltage
maximiyim value of drain current af zero
connedtions being specifig
where appropriate, at on
5.3.2.7| y-parameters
5.3.2.711 For 1
Vis — regal and imagin
Yos — 1§
Yis — 1§

(s
Yrs — 16§
5.3.2.7 9
Minimum value, for specified drain-source voltage and drain current, at an
operating temperature of 25 ~C and, WHhere appropriate, at a specified
higher temperature.
5.3.2.8 Noise figure (F) +
Maximum value, under specified conditions of bias, source impedance, centre
frequency and power bandwidth. These conditions must be those which provide
the lowest value of the noise figure.
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TYPES
A B C

5.3.2.9 Pour les transistors a effet de champ MOS de puissance uniquement
et lorsque la température virtuelle de canal est indiquée en tant que valeur
limite:
Resistance thermique canal-ambiante ou canal-boitier (Rinj-amb)) OU (Rih(-case))- + +
Valeur maximale.
53213 PUUI :CD tl al ID;DtUID (;l cffct dc bhalllp :\Vl:OS dc puiaoal 1T uuiqucul L1S
et lorsque la température virtuelle de canal est indiquée en tant que v
limite:
Impédance thermique transitoire canal-ambiante ou canal-boitier (Zin \
(Zth(j-ca ,e))-

. 4 +
Valeur maximale.
5.3.3 Caractéristiques pour applications en comw
5.3.3.1] Courant de grille résiduel +
Courant de fuite de grille 1 +
Valeur |maximale, pour une tension gri
les autfes connexions des bornes éts
fonctio
élevée
Egalem
Valeur
grille-s
de 25°
5.3.3.2 + 4 +
Valeur tensions drain-source et grille-source
spécifiges, ons des bornes étant spécifiées, a une
tempér °C et a une température de
fonctio spécifiée.
5.3.3.3 i ille-source au blocage (Vgsoff) + 9
Valeurg «minimale et maximale de la tension grille-source pour laquelle le
courant—de draimm est Téeduit & une faipie valeur Specifies, 85 autres
connexions des bornes étant spécifiées, dans le domaine des températures
de fonctionnement.
5.3.3.4 Tension grille-source de seuil (Vgs(to)) +
Valeurs minimale et maximale, pour une tension drain-source élevée
spécifiée et pour une valeur du courant de drain égale ou supérieure a 10 fois
la valeur maximale du courant de drain pour une tension de grille nulle, les
autres connexions des bornes étant spécifiées, a une température de
fonctionnement de 25 °C et, s'il y a lieu, a une température de fonctionne-
ment plus élevée spécifiée.
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5.3.2.9 For power MOSFET only and when virtual channel temperature is
guoted as a rating:

Thermal resistance channel-to-ambient or channel-to-case (Rin(j-amb)) OF (Rth(-case))-
Maximum value.

5.3.2.10 For power MOSFET only and when virtual channel temperature is

Transignt thermal impedance channel-to-ambient or channel-to-case (£

quoted jgs a rating:
} amb))
or (Zn(jlcase))- Q

Maximym value.
5.3.3 Characteristics for switching applications
5.3.3.1| Gate cut-off current

Gate Igakage current

terming
and at

Togethp

gate-sd
at one s

5.8.3.2

terming
and at

5.3.3.3
Minimul
current
connections be' Ng SP8

lues of gate-source voltage at which the drain
wCed to a specified low value, other terminal
cified, over the range of operating temperatures.

5.3.3.4| ~Gate-source threshold voltage (Vs(to))

R¢

Minimum and maximum values, at a specified high value of drain-source
voltage and at a value of drain current equal to or more than 10 times the
maximum value of drain current at zero gate-voltage, other terminal
connections being specified, at an operating temperature of 25 °C and,
where appropriate, at one specified higher operating temperature.
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TYPES
A B c
5.3.3.5 Caractéristiques a I'état passant
5.3.3.5.1 Tension drain-source a I'état passant;
) ) ) (Vbs(on)) + + +
Tension de saturation drain-source
Valeur maximale, pour une valeur élevée spécifiée du courant de drain et
de la tension grille-source, a la température de fonctionnement de 25 °C
et, s'il y a lieu, a une température de fonctionnement plus élevée spécifiée,
ou (poyrTes transisiors a effef de champ MOS de puissance uniguementy.
5.3.3.5|2 Resistance drain-source a I'état passant (/ps(on)) 9 +
Valeur [maximale, pour un courant de drain et une tension gril
spécifige, a la température de fonctionnement de 25 °C et, s'j N/
une température plus élevée spécifiée.
5.3.3.6] Capacité grille-source en petits signaux, a une fréq + 1 +
a) Val
b) Sl
en
dra
5.3.3.7 + 4 +
a) Val
b) Sl
en

draln-source.

5.3.3.8| Capacitggrille [ S5 ! + 4 +
a) Valeur maxiﬁ !
b) S'illy a lieu, va i
en b {
dra

5.3.3.9
Ils sontf

n (voir figure 5) + 9 +

pnditions suivantes:

a) en
b) dans<une condition spécifiée ou soient incluses la capacité et la

rés tance de charae de sortia-
Stahce-ae-chalge—ae-sottes

c) les temps de transition, I'amplitude et la fréquence de répétition de
I'impulsion d'entrée doivent étre spécifiés;

d) VGs (a rétat bloque) doit étre supérieure ou égale a la tension grille-source au

blocage maximale pour les dispositifs de types A et B, ou inférieure a la
tension grille-source de seuil minimale pour les dispositifs de type C;

e) VGs(a I'état passant) doit correspondre a un fort courant de drain.

— Valeurs maximales de ty(on), &, ta(off) €t & S€parément.

NOTE Lorsque tyfr N'est qu'une faible partie du temps total de coupure (i), on peut
ne donner qu'une valeur maximale pour fy.
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5.3.3.5 On-state characteristics
5.3.3.5.1 Drain-source on-state voltage;

] ) (Vbs(on)) +
Drain-source saturation voltage
Maximum value, at a specified large value of drain current and gate-source
voltage, at an operating temperature of 25 °C and, where appropriate, at a
specified higher temperature.
or (for power MOSFET only):
5.3.3.5|2 Drain-source on-state resistance (/pson)) 4
Maximyim value, at a specified large value of drain current and
voltagd, at an operating temperature of 25 °C and, where appropriate N
specified higher temperature.
5.3.3.6/ Small-signal gate-source capacitance at a specifie 4
a) Maximum value, under the electrical conditions specifiet\in
b) Where appropriate, maximum value, unde conditions
spefcified in 5.3.3.5 and with the drain-sourd he drain-
sou
5.3.3.7 1
a) Ma fed in 5.3.3.1.
b) Wh electrical conditions
spe aiNssource Wwoftage equal to the drain-
sou 3
5.3.3.8 i i at specified frequency 4
a) Ma
b) Wh alue under the electrical conditions
spe \3. a i drain-source voltage equal to the drain-
sou ; i
5.3.3.9 1
They a
a) co
b) spelcified condition in which output loading capacitance and resistance
shall be included;
c) input pulse transition times, amplitude and repetition frequency to be
specified;
d) VGs(off-state) Must be greater than or equal to the maximum gate-source cut-
off voltage for type A and B devices, or lower than the minimum gate-source
threshold voltage for type C devices;
e) VGs(on-state) Must correspond to a high drain current.

TYPES

— Maximum values of: tyon), &, td(offy and & separately.

NOTE Where ty. is only a small fraction of the total turn-off time (fy), @ maximum
value for fy; alone is adequate.
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TYPES
A B C
5.3.3.10 Caractéristiques de la diode inverse (pour les transistors a effet
de champ MOS de puissance uniquement)
5.3.3.10.1 Tension directe (Vp(g)) + +
Valeur maximale pour un courant de source spécifié (Is)) et Vgs = 0.
5.3.3.10.2 Temps de recouvrement inverse (t(gr)) + +

Valeur maximale dans des conditions spécifiées.

5.3.3.1p.3 Valeur de pointe du courant de recouvrement inverse ({srg

Valeur maximale dans des conditions spécifiées.

5.3.3.1
ment e
valeur limite:

Résistal
Valeur maximale.

5.3.3.1p Pour les transistors a effet d q ance unique-
ment e ndiquée en tant que
valeur [imite:

Impédance thermique tra i i Qu ganal-boitier (Zin(j-amb))
OU (Zth(j-case))-

Valeur maximale
5.3.4 Carac@'

5.3.4.1

Valeur
les autfe
fonctio
élevée

Egalenjent:

Valeur maximale du courant de toutes les grilles réunies, pour une tension
grille-source ou drain-grille spécifiée, a une température de fonctionnement
de 25 °C et a une autre température de fonctionnement plus élevée spécifiée.

5.3.4.2 Tension drain-source a I'état passant (tension de saturation) ou + + +
résistance drain-source a I'état passant.

Valeur maximale pour des valeurs faibles du courant de drain, pour les
deux polarités, et pour une tension grille-source spécifiée.
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TYPES

B
5.3.3.10 Characteristics of the inverse diode (for power MOSFET) only
5.3.3.10.1 Forward voltage (Vp(g)) +
Maximum value at specified source current (/s(g)) and at Vgs = 0.
5.3.3.10.2 Reverse recovery time ((g)) +
Maximyim value under specified conditions.
5.3.3.1p.3 Peak value of reverse recovery current (Isgrm) Q 9
Maximyim value under specified conditions. "
5.3.3.1L For power MOSFET only and when virtual channeNtempe
is quoted as a rating:
Thermal resistance channel-to-ambient or channel-to
(Rth(j-c4se))-
Maximiim value. N
5.3.3.1p  For power MOSFET only and
is quoted as a rating:
Transient thermal impedance channel-ta
or (Zin(|-case))-
Maxim{im value. 1
5.3.4 Characterist
5.3.4.1] Gate cu@f
Gate lgakage cuprent 9
Maxim@im vaite
terming
and at
Togeth
Maximyim value ofkth€ current of all gates connected together, at specified
gate-squrce or drain-gate voltage, at an operating temperature of 25 °C and
at one specified tigher operating temperature.
5.3.4.2 Drain-source on-state voltage (saturation voltage) or drain-source +
on-state resistance.
Maximum value, at specified low values of drain current, for both polarities,
and at a specified gate-source voltage.
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5.3.4.3 Courant de drain au blocage ou résistance drain-source a I'état + + +
bloqué

Valeur maximale du courant drain-source au blocage (ou bien, valeur
minimale de la résistance drain-source a |'état bloqué) pour des valeurs
faibles de la tension drain-source, pour les deux polarités et pour une
tension grille-source spécifiée.

IEC 2708/2000

Figure 5 — Temps de commutation
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5.3.4.3 Drain cut-off current or drain-source off-state resistance

Maximum value of drain-source cut-off current (or alternatively, minimum
value of drain-source off-state resistance), at specified low values of drain-
source voltage for both polarities and at a specified gate-source voltage.

TYPES
A B
+ +

VDSon-

[d(on) I \
Figure 5 — Switching times

IEC 2708/2000
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TYPES

A B C
5.3.4.4 Capacité drain-source (Cgqs) + + +
Valeur maximale, pour une tension drain-source nulle et une tension grille-
source spécifiée ou, s'il y a lieu, capacité source-boftier et capacité drain-
boitier.
5.3.4.5 Capacité grille-drain (Cqq) + + +
Valeur(s) maximale et, s'il y a lieu, minimale pour une tension drain-source
nulle ef{ une tension grille source spécifiée.
5.3.4.6] Transconductance directe (gss) (pour les transistors a<{effet deQ \ +
champ|MOS de puissance uniqguement) N\
Valeur [minimale, pour une tension drain-source et un ceuragt de
spécifi¢, a la température de fonctionnement de 25 °C €t, s} ath
une température de fonctionnement plus élevée spécifiée:
5.3.4.7] Caractéristiques de la diode inverse (pour leg transi
de champ MOS de puissance uniguement)
5.3.4.7}1 Tension directe (Vp(g))- 1 +
source(specifié (Isp)) et Vs = 0.
5.3.4.7 4 +
Valeur maximale dans dg
5.3.4.8| Pour les tra
ment e} lorsque la te
valeur [imite:
Résists
(Rth(j-c4
Valeur 1 +
5.3.4.9
ment e
valeur |[i
Impédd )
amb)) O (Zth (j-case))-

+ +

Valeur maximale.
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TYPES

B

5.3.4.4 Drain-source capacitance (Cqs) +

Maximum value, at zero drain-source voltage and at a specified gate-

source voltage or, where appropriate, source-case capacitance and drain-

case capacitance

5.3.4.5 Gate-drain capacitance (Cyq) +

Maximymant,—whereappropriate; mmimunT vatue(s) at zero drainm=Ssourge

voltagg and at a specified gate-source voltage.

5.3.4.6] Forward transconductance (gss) (for power MOSFET only) Q 4

Minimum value, for specified drain-source voltage and drain N

operati
higher

5.3.4.7

5.3.4.7
current

5.3.4.7

5.3.4.8
quoted

Therma
(Rth(j-c4

se))-
Maximiyim value.::

5.3.4.9
quoted

Transig
(Zth(j-ar

Maximiyim va

emperature.

Characteristics of the inverse diode (for powe

g when virtual channel temperature is

channel-to-ambient or channel-to-case
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TYPES

A B c

5.3.5 Caractéristiques pour applications en amplificateur a courant
continu a faible niveau
5.3.5.1 Courant de grille résiduel +
Courant de fuite de grille + +
Valeur maximale, pour une tension grille-source ou drain-grille spécifiée,
les aut f 8 seifiées—¢ 3 €
fonctiohnement de 25 °C et a une température de fonctionnement gplus
élevée [spécifiée. Q
Egalement:
N\

Valeur [maximale du courant de toutes les grilles réunies, pouk une
grille-spurce ou drain-grille spécifiée, & une température dg"fQnatio
de 25 °C et a une autre température de fonctionnement plus etevée
5.3.5.2] Courant de drain au blocage + 4 +
Valeur maximale, pour des tensions drain-source , les
autres [connexions des bornes étant SCifi€ ture de
fonctio
elevée [spécifiée.
5.3.5.3 + 4
Valeurg minimale et max{
autres ¢onnexions des
nemen{ de 25 °C et, s
élevée [spécifiée.
5.3.5.4 +
Valeurs
source
une te
tempér
5.3.55 + 4
Valeurs
IaqueIIT de drain est réduit a une faible valeur spécifiée, les
autres [cannexions des bornes étant spécifiées, dans le domaine des
températures de fonctionnement.
5.3.5.6 Tension grille-source de seuil (Vgs(t0)) +
Valeurs minimale et maximale, pour une tension drain-source élevée
spécifiée et pour une valeur du courant de drain égale ou supérieure a 10 fois
la valeur maximale du courant de drain pour une tension de grille nulle, les
autres connexions des bornes étant spécifiées, a une température de
fonctionnement de 25 °C et, s'il y a lieu, a une température de fonctionne-
ment plus élevée spécifiée.
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5.3.5 Characteristics for low-level d.c. amplifier applications

5.3.5.1 Gate cut-off current

Gate leakage current

TYPES

+
Maximum value, at specified gate-source of drain-gate voltage, other
terminal connections being specified, at an operating temperature of 25 °C
and at pre-specifiethigheroperating-temperatare:
Togethpr with: Q
Maximyim value of the current of all gates connected together, at § d
gate-squrce or drain-gate voltage, at an operating temperature o N/

at one gpecified higher operating temperature.

5.3.5.2 Drain cut-off current

termingl connections being specified, at an operating te
and at pne specified higher operating temperat

5.3.5.3| Drain current at zero gate-surce

oltage, other
mperature of 25 °C

Minimum and maximum values, at a
termingl connections being specified, at
and, where appropriate, at,one specified h

s, other
ture of °

of gate-source voltage at which the drain
o a specified low value, other terminal
ied over the range of operating temperature.

Minimum~and maximum values, at a specified high value of drain-source

voltageard—atavatueof draim—cuorrentequat-toormore—thamr1o-times—the
maximum value of drain current at zero gate voltage, other terminal
connections being specified, at an operating temperature of 25 °C and,
where appropriate, at one specified higher operating temperature.
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TYPES

A B C
5.3.5.7 Tension de bruit (s'il y a lieu) (V) + + +
Valeur maximale en montage source commune, dans des conditions de
circuit spécifiées.
5.3.5.8 Transconductance directe (gss) (pour les transistors a effet de + +
champ MOS de puissance uniguement)
VaIeurlminimaIe, pour une tension drain-source et un courant de drdin
spécifigs, a la température de fonctionnement de 25 °C et, s'il y a lign\ a
une température plus élevée spécifiée.
5.3.5.9| Caractéristiques de la diode inverse (pour les transi N
de champ MOS de puissance uniquement)
5.3.5.9]1 Tension directe (Vp(g)) 9 +
Valeur [maximale pour un courant de source spécifié
5.3.5.912 Temps de recouvrement inverse (tr g 1 +
Valeur Imaximale dans des conditiong sp
5.3.5.1p Pour les transistors a effeh de\cha MOS—de puissance
uniqueiment et lorsque la température est indiquée en tant
que valeur limite:
Résistajnce thermique cana JE 3 i Rth(-amb)) OU (Rth(j-case))-
Valeur maximale. 1 +
5.3.5.11L Pour 1 p MOS de puissance uniquement
et lorsque la tempérg est indiquée en tant que valeur limite
Impéda I-ambiante ou canal-boitier (Zing-amb))
ou (Zinlj
Valeur 1 +
5.3.6 shéristiques pour applications en résistance commandée
5.3.6.1] Caurant de“grille résiduel +
Courant de fuite de grille + +
Valeur maximale pour une tension grille-source ou drain-grille spécifiée, les
autres connexions de bornes étant spécifiées, a une température de
fonctionnement de 25 °C et & une température plus élevée spécifiée.
5.3.6.2 Résistance dynamique drain-source (rgs) + + +
Valeurs minimale ou maximale pour une tension drain-source nulle et pour
deux ou plusieurs tensions grille-source spécifiées, a une température de
fonctionnement de 25 °C et a une température de fonctionnement plus
elevée spécifiée.
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TYPES

B
5.3.5.7 Noise voltage (where appropriate) (V) +
Maximum value in common-source configuration, under specified circuit
conditions.
5.3.5.8 Forward transconductance (gss) (for power MOSFET only) +
Minimum value, for specified drain-source voltage and drain current, at an
operating—temperature—of 25— C—and,—where—appropriate;, at—a specifigd
higher femperature.
5.3.5.9] Characteristics of the inverse diode (for power MOSFET o Q
5.3.5.9|1 Forward voltage (Vp(g)) NA
Maxim@im value at specified source current (/s(g)) and at Vgs=
5.3.5.912 Reverse recovery time (t(g)) 9
Maximyim value under specified conditions.
5.3.5.1p For power MOSFET only apd\when al chntemprature is
guoted js a rating:
Thermal resistance channel-to-ambiep Q-cas€ (Rth(j-amb)) OfF
(Rth(j-chse))-
Maximyim value. N
5.3.5.1L For power al channel temperature is
guoted jas a rating;
Transignt therm i to-ambient or channel-to-case
(Zth(j-ab)) OF (Zih(j«
Maxim 1
5.3.6
5.3.6.1
Gate le 1
MaximJIm value, specified gate-source or gate-drain voltage, other
termindlLconnections being specified, at an operating temperature of 25 °C
and at one specified higher operating temperature.
5.3.6.2 Small-signal drain-source resistance (rgs) +
Minimum and maximum small-signal values, at zero drain-source voltage
and at two or more specified gate-source voltages, at an operating
temperature of 25 °C and at one specified higher operating temperature.
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TYPES
A B C

5.3.6.3 Taux de distorsion de non-linéarité de la résistance drain-source + + +
en petits signaux, s'il y a lieu
Valeur maximale (totale ou par rang d'harmoniques), pour des conditions
spécifiées de tension drain-source et grille-source, et pour un signal alter-
natif drain-source spécifié, a une température de fonctionnement de 25 °C
et a une température plus élevée spécifiée.
5.3.6.4| Coefficient de température de la résistance drain-source en petfits < 4 +
signau
Valeur ftypique.
5.3.6.5| Capacités en basse fréquence + 1 +
a) Capacité drain-source

Valpur maximale mesurée en petits signaux, po

source nulle et une tension grille-source spécifié

cirduitée a la source du point de vue alternatif.
b) Capacité drain-grille

Val

SO

court-circuitée a la source du poinf' de vue alte
c) Ca

Val

SO

co
5.3.6.6 4 +
champ
Valeur
spécifie
tempér
5.3.6.7
unique
que valeur limi
Resistance thermique canal-ambiante ou canal-boitier (Rinj-amb)) OU (Rth(j-case))-
Valeur maximale. + +
5.3.6.8 Pour les transistors a effet de champ MOS de puissance
uniquement et lorsque la température virtuelle de canal est indiquée en tant
que valeur limite:
Impédance thermique transitoire canal-ambiante ou canal-boitier (Zi(j-amb)) 0U
(Zth(j-case))-
Valeur maximale. + +
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TYPES
B

5.3.6.3 Non-linearity distortion factor of drain-source small-signal +
resistance, where appropriate
Maximum value (total or individual harmonic contents), at specified drain-
source and gate-source voltages and at specified drain-source a.c. signal,
at an operating temperature of 25 °C and at one specified higher operating
temperature.
5.3.6.4] Temperature coefficient of the small-signal drain-source resistanc 4
Typicall value. Q
5.3.6.5| Capacitances at a specified low frequency N
a) Drdin-source capacitance

Maximum small-signal value, at zero drain-sourcé

specified gate-source voltage, with the gate short-¢i

the|source.
b) Drdin-gate capacitance

Maximum small-signal value

spegcified gate-source voltage, wi

the[source.
c) Gafe-source capacitance (where

Maxi

speci

the|source
5.3.6.6] Forwa 1
Minimul
operati
higher
5.3.6.7
guoted
Thermal r
or (Rin(i-
Maximyim<value. N
5.3.6.8 For power MOSFET only and when virtual channel temperature is
quoted as a rating:
Transient thermal impedance channel-to-ambient or channel-to-case
(Zth(j-amb)) O (Zth(j-case))-
Maximum value. +
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TYPES

5.3.7 Caractéristiques spécifiques des transistors a effet de champ
appariés pour applications différentielles en basse fréquence

5.3.7.1 Différence des courants de grille résiduels +
Différence des courants de fuite de grille (Ig1 — Ig2) + +

Valeur absolue maximale, pour des valeurs spécifiées de la tension drain-
grille op drain source et du courant de drain.

5.3.7.2] Rapports des courants de drain

N

5.3.7.2]1 Rapport des courants de drain pour une tension
grille-source nulle (Ipssy1 / Ipss?)

Valeur minimale du rapport des courants de drain, pour un
spécifige de la tension drain-source et une tension grille

5.3.7.2|2 Rapport des courants de drain pour u
grille-source spécifiée

Valeur | minimale du rapport des
spécifie i i

NOTE
plus grande.

5.3.7.3| Différence des\con i€ i i + 4 +

Valeur labsolue mraxima
des vdleurs spécifiées§
courang de drain et d

5.3.7.4

Valeur
valeurs
drain e

NOTE
plus grat

5.3.7.5 Différence des tensions grille-source (Vgs1 — Ves2) + + +

Valeur absolue maximale de la différence des tensions grille-source, pour
des valeurs spécifiées de la tension drain-grille ou drain-source et du
courant de drain.

5.3.7.6 Variation de la différence des tensions grille-source entre + + +
deux températures (OA(Vgs1 — Ves2)Oa7)

Valeur absolue maximale de la variation de la différence des tensions
grille-source (décrites en 5.3.7.5) pour deux températures spécifiées, pour
les mémes valeurs spécifiées de la tension drain-grille ou drain-source et
du courant de drain.
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TYPES
B
5.3.7 Specific characteristics of matched-pair field-effect transistors
for low-frequency differential applications

5.3.7.1 Difference of gate cut-off currents
Difference of gate leakage currents (Ig1 — Ig2) +
Maximum absolute value, at specified drain-gate or drain-source voltage
and drgitrcurrent:
5.3.7.2] Ratio of drain currents Q
5.3.7.2]1 Ratio of drain currents for zero gate-source voltage 1

(Ipss1/ Ipss2) NV
Minimum value of the ratio of the drain currents, at a speci#
voltagg and zero gate-source voltage.
5.3.7.2]2 Ratio of drain currents for specified g
Minimum value of the ratio of the drain currents
and gate-source voltages.
NOTE
5.3.7.3 +
Maximiim absolute valu
specifigd drain-gate o
5.3.7.4] Ratio of~sm +

trans

Minimul
drain-g
NOTE
5.3.7.5 +
Maximiim akgaltte value of the difference of the gate-source voltages, at
specifié drain-source voltage and drain current.
5.3.7.6] ~.Change in difference of gate-source voltages between two +

temperatures (HA(Vgs: — Ves2)UaT)

Maximum absolute value of the change of the difference of the gate-source

voltage

s (as in 5.3.7.5) between two specified temperatures, at the same

specified drain-gate or drain-source voltage and drain current.
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5.4 Données d'applications
5.4.1 Intermodulation et CAG

Pour les applications en haute fréquence et pour les trois catégories de dispositifs, quelques
indications sur les caractéristiques d'intermodulation et le CAG suivant 'application envisagée
doivent étre données. Ceci doit couvrir une gamme convenable de courants d'alimentation et
de fréquences.

6 Méthodes de mesure

6.1 Genératités

6.1.1 Polarité

Les polarités des alimentations, indiquées dans les circuits figurant da $ norme,
sont valables pour les dispositifs de type a canal N. Cependapnt circuits
pour leq dispositifs de type a canal P en changeant la polarité d A e et des
alimentations.

6.1.2 Précautions générales

Les précautions générales énumérées dans |'a 60747-1
s'appligpent ici. En outre, on doit vgille J ntations
continugs dont le taux d'ondulation eskfaible 8 2 Nler toutes les sources de tengsion de
polarisdtion a la fréquence de mesure.

Pour le$ dispositifs a quatre sorties, eChe gui est
spécifié

6.1.3 Précautions

A causeg de la @, couche
isolant Ip grille (poyr jonction
de grillg tre\ e peut se
dévelop Je“au contact de personnes chargées électrostatiquemgnt, aux
courants i [

Lorsqu'( Ne-ces \dispositifs, on doit en conséquence observer les précaufions de

6.1.4

Voir articte—3-
6.2 Courant résiduel de grille ou courant de fuite de grille
6.2.1 Courant résiduel de grille du type a jonction de grille (type A)

6.2.1.1 But

Mesurer le courant résiduel de grille d'un transistor a effet de champ a jonction de grille, dans
des conditions spécifiées.
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5.4 Application data

54.1

Intermodulation and AGC

For high-frequency applications and for all three categories of devices, some indication of the
intermodulation and AGC characteristics, appropriate to the intended device application, must
be given. This should cover a suitable range of source currents and frequencies.

6 Measuring methods

6.1 General

6.1.1

The pol

N-chanr

changin

6.1.2

special

bias suy

For four

6.1.3

Becaus
(for ins

damaggd if an exce

Polarity

Arities of the power supplies, shown in the circuits in this

ect transistors, the gate insulati
junction-gate types) may be irre
to build up, e.g. due to contg

electrogjtatically cTrg e 3 currents from soldering irons, etc.

When Handling the ' ing precautions given in clause 1, chapt¢g
IEC 607

6.1.4

See clay

6.2 G

6.2.1 Gate cut-off current of junction-gate type (type A)

6.2.1.1 Purpose

icable to

hices by

addition,

tely all

bn layer
versibly
ct with

r IX, of

To measure the gate cut-off current of a junction-gate field-effect transistor, under specified

conditio

ns.
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Schéma
R
la D
— \\/ G\_''s 4

O O QORNAE

6.2.1.3
Amener

bornes
grille a

6.2.1.4

— Temlpérature ambiante ou tempéra

— Ten;
— Ten;

6.2.2
6.2.2.1

Mesure
conditio

6.2.2.2

Conditions spécifiées

5ion grille-source.

tion drain-source.

Courant de f

But Q

?0 0

ulle, les
duel de

arfsistor a effet de champ a grille isolée, dans des

o
)
i

vGG// (1) Ves <¥>VDS /T/DD |

U S J

Blindage électrostatique %

IEC 2710/2000

Figure 7 — Circuit fondamental pour la mesure du courant de fuite de grille
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6.2.1.2 Circuit diagram

R
é //\\AG} G@Z Ny
» _// C@ . Vos (@ ) /_ Voo

2000

6.2.1.3
The dra 0, drain
and so( d at the
specifie
6.2.1.4
— Amb

— Gatg¢-source voltage.
— Draip-source voltage.

6.2.2
6.2.2.1

To mea
conditio

6.2.2.2

¢

vGG// (1) Ves <¥>VDS /T/DD |

|

|

|

|

| D

| = (B el
| _[ — G\/S [+
|

|

|

|

|

|

|

IEC 2710/2000

Figure 7 — Basic circuit for the measurement of gate leakage current
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6.2.2.3 Description et exigences du circuit

Les bornes de source et de substrat sont réunies. R est une résistance de protection. La
valeur de la résistance R doit étre inférieure a Vgs/100 Iggmax. Le voltmétre V; doit avoir

une grande sensibilité et une résistance d'entrée supérieure a 100 fois Rq. Le courant de fuite

de grille est donné par:

los = A
GS = o
Ry
6.2.2.4 Précautions a prendre
a) Le cjreuitcomptetdoit-étreptacéatintérreurdiunécran—étectrostaticue:
b) On doit veiller a éviter les mesures incorrectes dues aux courants ite_existant

borne de grille et tout autre point du circuit.
6.2.2.5 | Exécution

Amener|la tension drain-source a la valeur spécifiée.

Mesuref la tension V; a la tension grille-source spéci
fuite delgrille.

6.2.2.6 | Conditions spécifiées
— Temlpérature ambiante ou températ
— Tengion grille-source.
— Tension drain-source.

6.3 Courant de drain (t

6.3.1 But

Mesuref le cour@ g Qtraksister a effet de champ, dans des conditions spéq

6.3.2 Schém

G
[

/ Voo

Ve

entre la

vateur du colirant de

ifiées.

IEC 2711/2000

Figure 8 — Circuit fondamental pour la mesure du courant de drain

6.3.3 Description et exigences du circuit

R est une résistance de protection.

6.3.4 Précautions a prendre

Voir les précautions générales.
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Circuit description and requirements

The source and substrate terminals are connected together. R is a protective resistor. The
value of resistor Ry should be smaller than Vgs/100 Iggsmax. Voltmeter V3 should have a high

sensitivity and an input resistance of more than 100 times R;. The gate leakage current is

given by:
o = 2
GS =
Ry
6.2.2.4  Precautions to be observed
a) The entirecircuitshoutdbeptacednsidean—etectrostaticscreem:

b) Spe
occy

6.2.2.5

The dra

The voltage V7 is measured at the specified gate

leakage

6.2.2.6

— Amb
— Gatd
— Drai

6.3 D
6.3.1

To mea

6.3.2

cial care should be taken to avoid incorrect measurements causét\ by leakage
rring between the gate terminal and any other node in the cipo

Measurement procedure

n-source voltage is adjusted to the specified value.

current is calculated.

Specified conditions

ient or reference-point temperat
-source voltage.
n-source voltage.

Purpos<>
sure the drél a.fielq ct transistor, under specified conditions.

Circuit

V ) Vps Voo

6.3.3

Risap

6.3.4

Currents

of gate

IEC 2711/2000

Figure 8 — Basic circuit for the measurement of drain current

Circuit description and requirements

rotective resistor.

Precautions to be observed

See general precautions.


https://iecnorm.com/api/?name=426f5ec29c862fd9d9621b6f1158f446

- 80 - 60747-8 © CEI:2000

6.3.5 Exécution

Appliquer a la grille la tension grille-source spécifiée. Si cette tension est spécifiée comme
devant étre nulle, la grille doit étre court-circuitée a la source.

Mesurer le courant de drain a la tension drain-source spécifiée.

6.3.6 Conditions spécifiées
— Température ambiante ou température d'un point de référence.
— Tension grille-source.

— Ten ion-drain cnnirnan
oo —Soutrces

6.4 Courant de drain au blocage (types A, B et C)

6.4.1 But

Mesurel le courant de drain au blocage d'un transistor a effet o gans.deg cgnditions
spécifiéps.

6.4.2 Schéma

On peuf utiliser le circuit de la figure 8 pour cettem

6.4.3 ot C)

Le circu electrostatique.

6.4.4

Choisir e dispositif fonctionne dans la réjgion de
blocage]

6.4.5

— Tem 8 aragure d'un point de référence.

— Tengi i

— Tens

6.5 Tehs NIl e de blocage (types A et B) (Vgsoff)

6.5.1

Mesurel_latension grille-source de blocage, dans des conditions spécifiées.

6.5.2 Schéma

Le circuit de la figure 8 peut étre utilisé pour cette mesure.

6.5.3 Précautions a prendre

Le circuit complet doit étre placé a I'intérieur d'un écran électrostatique.
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6.3.5 Measurement procedure

The specified gate-source voltage is applied to the gate. If this voltage is specified as zero,
the gate should be short-circuited to the source.

The drain current is measured at the specified drain-source voltage.

6.3.6 Specified conditions

— Ambient or reference-point temperature.
— Gate-source voltage.

— Draip-source voltage.

6.4 Dtgain cut-off current (types A, B and C)
6.4.1 Purpose

To meagure the drain cut-off current of a field-effect transistar,

6.4.2 Circuit diagram

The cirduit of figure 8 may be used for this measuren

6.4.3

The ent

6.4.4

The dra

6.4.5

—  Amui
— Gatd
— Drai

6.5 G
6.5.1
To mea

Eure\the gate~source cut-off voltage, under specified conditions.

6.5.2 Circuit diagram

The circuit of figure 8 may be used for this measurement.

6.5.3 Precautions to be observed

The entire circuit should be placed inside an electrostatic screen.
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6.5.4 Exécution
Appliquer la tension drain-source spécifiée.
NOTE On peut appliquer, si nécessaire, une tension supplémentaire substrat-source.

Régler la tension grille-source pour obtenir le courant de drain spécifié dans la région de
blocage. Cela représente la valeur recherchée de la tension grille-source de blocage.

6.5.5 Conditions spécifiées
— Température ambiante ou température d'un point de référence.

— Tensiaon drain-source

— Coufant de drain.

6.6 Tg¢nsion de seuil grille-source (type C) (Vgs(to))
6.6.1 But

Mesuref la tension de seuil grille-source, dans des conditia

6.6.2 Schéma

On peuf utiliser pour cette mesure le circuit dé M \i 8¢ un blindage conyenable;
toutefoi$ la polarité de la tension grille tre

6.6.3 Précautions a prendre
Le circujit complet doit étre placé a I'int&
6.6.4 Exécution

Appliquer la tensi

Régler sente la

valeur r

ant de-tkain.

6.7 Capacité d'entrée, sortie en court-circuit, en petits signaux
(types A, B et C) (Ciss)

6.7.1 But

Mesurer la capacité d'entrée en petits signaux d'un transistor a effet de champ, dans des
conditions spécifiées.
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Measurement procedure

The specified drain-source voltage is applied.

NOTE An additional substrate-source voltage may be applied if necessary.

The gate-source voltage is adjusted to obtain the specified drain current in the cut-off region.
This is the required value of the gate-source cut-off voltage.

6.5.5

Specified conditions

— Ambient or reference-point temperature.

— Drai
— Drai

6.6 G
6.6.1

To mea

6.6.2

The cird

polarity

6.6.3

The ent

6.6.4

The spe

The gat

value of

6.7.1

ih currént.

~SOUTCE VOItage.

n current.
hte-source threshold voltage (type C) (Vgs(to))

Purpose

that the

equired

nall-signal Short-circuit INput capacitance (types A, B and C) (Ciss)

Purpose

To measure the small-signal input capacitance of a field-effect transistor, under specified

conditio

ns.
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6.7.2 Schéma
()
- (B
- —
Pont de capacités
L +
7 e, i/
777 C2 <_> o Voo
r4
Vas M / VGG
/
+
Figure 9 — Circuit fondamental pour la mesure
sortie en court-circuit, en pet
6.7.3 Description et exigences du circuit
On utilige un pont de capacités pour

Si le pgnt ne peut pas (ou
l'autre d

ne doit pas » par le courant continu, on peug utiliser

N
Pont de c;a i

/ Voo

IEC 2713/2000

Figure 10 — Autre circuit de mesure de la capacité d'entrée, sortie en court-circuit,

en petits signaux

Les capacités C; et C, doivent présenter des courts-circuits a la fréquence de mesure et
satisfaire aux conditions suivantes:

wCy >> Lyjsl
wC2 >> Lyosl
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6.7.2 Circuit diagram

[og

Capacitance bridge

N
IL
7 e,
7 Cal (M)VDS / Voo

Ves

Vae

AN

6.7.3 Circuit description and requirements

A capaditance bridge is used for this

If the bfidge cannot (or should not) p O\ T ernative (shunt) bias circuit shown in
figure 1p may be used.

N

1 (NN
Capacita@' e ”\;\ v p
Q Vg @ e

IEC 2713/2000

Figure 10 — Alternative circuit for measurement of small-signal
short-circuit input capacitance

Capacitances C; and C, should present short circuits at the measurement frequency,
satisfying the following conditions:

wCy >> Ly;s
wC2 >> [yosl
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6.7.4 Précautions a prendre

Voir les précautions générales.

6.7.5 Exécution

En I'absence de dispositif dans le support de mesure, effectuer les réglages de zéro du pont.

Placer ensuite le dispositif a mesurer dans le support de mesure. Régler la tension drain-
source (Vpsg) et la tension grille-source (Vgs) pour obtenir les conditions de polarisation

spécifiées.

Réalisef a nouveau I'équilibre du pont; la variation dans la lecture de capdcité est la~vhleur de
la capagité d'entrée, sortie en court-circuit, en petits signaux.

6.7.6 Conditions spécifiées
— Tension drain-source.
— Tension grille-source.
— Fréduence de mesure.

6.8 Conductance de sortie, entrée en court-circ e NS Si X
(type A, B et C) (goss)

6.8.1 But

Mesure

6.8.2 Généralités

On décfit deux circuits ipe des
deux voltmetres.

La prenpiére méthg put étre
mesurég aux fréque ss-

La deuxie e réduit

fisamment basses.

a Joss P

6.8.3

6.8.3.1 | Sthéma

I_P
— Pont d’admittances
ré o V )Vos
Vee Ves =
=
+
£ o
/ @
7 Voo 77

IEC 2714/2000

Figure 11 — Circuit fondamental pour la mesure de la conductance de sortie ggsg
(méthode de zéro)
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6.7.4 Precautions to be observed

See general precautions.

6.7.5 Measurement procedure

With no device in the measurement socket, the zero adjustments of the bridge are made.

The device to be measured is then inserted into the measurement socket. The drain-source
voltage (Vps) and the gate-source voltage (Vgs) are adjusted to obtain the specified bias

conditions.

The bridge is rebalanced, and the change in the capacitance reading is the value of thle small-
signal short-circuit input capacitance.

6.7.6 Specified conditions

— Draip-source voltage.
— Gate-source voltage.

— Freduency of measurement.

6.8.1 Purpose

To measure the small-signal output cond

6.8.2 General

Two alternative circuit
voltmeter principle.

The firg
measur
simultarn

may be
easured

dentical

6.8.3.1 | “\Circuit diagram

(R
g lI_P
] d (,ﬂ V. ) Vps Admittance bridge
VGG/ Vas dl “
Il
+
A /p
%0
7 Voo 77

IEC 2714/2000
Figure 11 — Basic circuit for the measurement of the output conductance ggss
(null method)


https://iecnorm.com/api/?name=426f5ec29c862fd9d9621b6f1158f446

- 88— 60747-8 © CEI:2000

6.8.3.2 Description et exigences du circuit

On utilise un pont d'admittances pour cette mesure.

Les capacités C; et C, doivent présenter des court-circuits effectifs a la fréquence de mesure
et satisfaire aux conditions suivantes:

wCq >> Lyis
wC2 >> [yosl
6.8.3.3 Précautions a prendre
Voir les|précautions générales.
6.8.3.4 | Exécution
En I'abgdence de dispositif dans le support de mesure, effectuerles I pont.

Placer ¢nsuite le dispositif & mesurer dans le support de™m : P étant
fermé, fégler la tension drain-source (Vpg) et la tension g« . enir les

conditions de polarisation spécifiées.

Le boutpn-poussoir P étant ouvert, rég s Ou de

Re (Vos) et de Im (yys) Si besoin.

6.8.3.5 | Conditions spécifiées
— Tension drain-source.
— Tension grille-source ou
— Fréduence de mes

6.8.4 Méthoz@m

6.8.4.1 | Schéma

S
— < /\J/\ Yas fi\ Vos ° :
Ves / L S S o I (g)

v Vbbp

N

e —————
|

IEC 2715/2000

P = bouton-poussoir

Figure 12 — Circuit fondamental pour la mesure de la conductance de sortie ggss
(méthode des deux voltmétres)
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6.8.3.2  Circuit description and requirements

The admittance bridge is used for this measurement.

Capacitances C; and C, should present short circuits at the measurement frequency,
satisfying the following conditions:

wCy >> Lyjsl
wC2 >> Lyosl

6.8.3.3 Precautions to be observed

See general precautions.

6.8.3.4 Measurement procedure

With no|device in the measurement socket, the zero adjustments

The devyice to be measured is then inserted into the mea k -source
voltage [(Vps) and the gate-source voltage (Vgs) i ! ai ifled bias

conditions with the push-button P closed.

With the push-button P open, the bridg
Im (yos)} if needed, are then read.

Vos) and

6.8.3.5 | Specified conditions

— Draip-source voltage.
— Gate
— Fred

6.8.4

6.8.4.1

—

~
O

O,

' R3 ;L
— ’ Cf: Vgs Vos I.J o
Vee / S u =~

v Vbbp

dL/ IEC 2715/2000

P = push-button

Figure 12 — Basic circuit for the measurement of the output conductance gggssg
(two-voltmeter method)
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6.8.4.2 Description et exigences du circuit

Toutes les tensions de polarisation appliquées doivent étre convenablement découplées a la

fréquence de mesure.

La valeur de wCy doit étre tres supérieure a Oy;s0, celle de wC, doit étre élevée.

L'inductance L est facultative; sa présence facilite le réglage du point de fonctionnement

spécifié.

La résistance Ry doit étre suffisamment faible vis-a-vis de

. dans la pratigue, on utilisera

Goss
une valg¢ur de 10 Q a 100 Q, suivant la sensibilité du voltmetre.

Le voltinétre alternatif doit avoir une sensibilité suffisante;
conductiances, on prendra de préférence un voltmétre sélectif.

6.8.4.3 | Précautions a observer

Voir les|précautions générales.

6.8.4.4 | Exécution

Placer Ie dispositif a mesurer dans le %
régler la tension drain-source (Vps)

conditions de polarisation spécifiées.

Le comiutateur S étant en
mesuref la valeur V5, =

Ona

Pour de

6.8.4.5 | Conhditions spécifiées

pouton-poussoir P étan
grille=source (Vgs) pour obt

gur V1 = Iy R1; quand il est en po

faibles

t fermé,
bnir les

sition 2,

— Tension drain-source.
— Tension grille-source ou courant de drain.
— Fréquence de mesure.

6.9 Capacité de sortie, entrée en court-circuit, en petits signaux
(type A, B et C) (Cyss)

6.9.1 But

Mesurer la capacité de sortie, entrée en court-circuit, en petits signaux, dans des conditions

spécifiées.
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6.8.4.2  Circuit description and requirements

All bias voltages applied should be adequately decoupled at the frequency of measurement.
The value of wC; should be much larger than Oy;s[; the value wCs should be high.

Inductance L is optional; its use facilitates the adjustment of the specified operating point.

; practically, a value of 10 Q to

Resistor Ry should be sufficiently low with respect to
Goss

100 Q, will be used, in accordance with the voltmeter sensitivity

The a.fp. voltmeter should have sufficient sensitivity; for the {measguremert |or low
conductiances, it should preferably be a selective instrument.

6.8.4.3 Precautions to be observed

See gerjeral precautions.

6.8.4.4 Measurement procedure

voltage
nditions

The de\iice to be measured is inserted }
(Vpbs) aphd the gate-source voltage (

with the[push-button P closed.

With the switch S in posmon 1, the Y , i i itch S in
position

Thus:

(for Vo >> Vq)

For suff

6.8.4.5 | \Specified conditions

— Drain-source voltage.
— Gate-source voltage or drain current.
— Frequency of measurement.

6.9 Small-signal short-circuit output capacitance (type A, B and C) (Cyss)
6.9.1 Purpose

To measure the small-signal short-circuit output capacitance, under specified conditions.


https://iecnorm.com/api/?name=426f5ec29c862fd9d9621b6f1158f446

6.9.2

-92- 60747-8 © CEI:2000

Généralités

Comme mentionné en 6.8.2 et 6.8.3.2, on peut aussi utiliser pour la mesure de Cgyss la
méthode indiquée en 6.8.3. Cependant, on préfére fréquemment utiliser une méthode
différente pour mesurer Cygs, €n particulier lorsque la méthode de 6.8.4 sert a mesurer goss-

tinu, on

6.9.3 Schémas
(\) o
Pont de capacités
\/ __“CZ
I i 7
4 c [ 1+
VGG / M =.=‘I / 7%
Vos( V /
" Ves y
1EC \2716/2000
Figure 13 — Circuit fondamental pour la mesure de 3 C rtie,
entrée en court-ciyCuit
Si le pont de capacités ne peut pas (ou ne doit/p rg _traverse par le courant cor
pourra dlors utiliser le circuit décrit dansa fi
H O
\ Pont de capacités
) 7 =3
a3 | O
\_/Q LY =t=Cy
— !
1+
Vg E— //
Gs 2 = / Voo
+
\ Vos A=
\ \> %/ IEC 2717
gy eNt4 — Autre circuit pour la mesure de la capacité de sortie,
entrée en court-circuit
6.9.4 Description et exigences du circuit

2000

On utilise un pont de capacités, ce qui permet d'employer une méthode de zéro. La valeur de
Co doit étre trés supérieure a Cyss €t celle de wCq, trés supérieure a Oy;g[.

L'impédance de L doit étre suffisamment élevée, de facon qu'il soit possible de la compenser
par les réglages du pont. La résistance en continu doit étre faible vis-a-vis de la résistance de
sortie du dispositif. Une autre possibilité est d'utiliser un circuit antirésonnant convenable (ou,
pour de trés faibles courants de drain, une résistance convenable).

6.9.5

Précautions a prendre

Voir les précautions générales.
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General

As mentioned in 6.8.2 and 6.8.3.2, the method of 6.8.3 may also be used for the measurement
of Coss. HOwever, it is often preferable to use a separate method of measurement for Cgygs,

especially when the method of 6.8.4 is used for the measurement of ggss.

6.9.3 Circuit diagrams
(\) o
Capacitance bridge
S | e P 9
I i 7
4 c [ 1+
Vas / v) = 7
Vos( V /
" Ves y
IEC R73/6/2000
Figure 13 — Basic circuit for measurement of sho citance
If the cppacitance bridge cannot (or should not) ch prative circuit shown in
figure 141, should be used.
I
I °
/\(\ i Capacitance bridge
A \) | o
::LI.= C3
4 !
1+
Ve / == £ 7
CH== Vv
" \ NS / °°
A Vos =
\s IEC 27174000
R natiye circuit for measurement of short-circuit output capacitancg
6.9.4 CirCuit thescyription and requirements
A capad itance hrirign is used thus mnl(ing it pneeihln to :\pph/ a null method Ca sHould be
much larger than Cyss and wCy, much larger than Oy;s0.

The impedance of L should be sufficiently high, so that it is possible to compensate it by the
bridge adjustments. The d.c. resistance should be low compared to the output resistance of
the device. Alternatively, a suitable tuned parallel resonant circuit (or, at very low drain
currents, a suitable resistor) may be used.

6.9.5

Precautions to be observed

See general precautions.
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En l'absence du dispositif dans le support de mesure, effectuer les réglages de zéro du pont

de capacités.

Placer ensuite le dispositif @ mesurer dans le support de mesure; régler Vps et Vgs (ou Ip)

aux valeurs spécifiées.

Réaliser a nouveau lI'équilibre du pont; la différence des lectures de capacités entre ce
réglage et celui sans dispositif dans le support de mesure donne la valeur de Cggs.

6.9.7 conditions Specifiees

— Tension drain-source.

— Tension grille-source ou courant de drain.
— Fréduence de mesure.

6.10 Thansconductance directe, sortie en court-circuit,
(types A, B et C)

6.10.1 | But

Mesurelf la transconductance directe, sortie e
conditions spécifiées.

6.10.2 | Généralités

On décfit deux circuits, |
deux voltmeétres.

— La gremiére métho

I'avg

haute fréques

- Lad
pouf

6.10.3

6.10.3.1

euxieme mé

petits signaux, dans des

éro, l'autre utilisant le pringipe des

admittance de transfert tripble, mais présente
, en_basse fréquence, ainsi que Vis = gis H jbis €N

rer simplement le module ys5, qui se raméne a gg

||Ca

o)

Ve

(<)

Pont tripb6le d’admittance
de transfert

777 IEC 2718/2000

Figure 15 — Circuit pour la mesure de la transconductance directe, sortie en court-circuit, gsg
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6.9.6 Measurement procedure

With no device in the measurement socket, the zero adjustments of the capacitance bridge

are made.

The device to be measured is then inserted into the measurement socket; Vpg and Vgg (or Ip)

are adjusted to the specified values.

The bridge is rebalanced; the difference of the capacitance readings of this adjustment and

that with no device in the measurement socket yields the value of Cygs.

6.9.7 Specified conditions

— Draip-source voltage.
— Gate-source voltage or drain current.
— Freduency of measurement.

6.10.1 [ Purpose

To mepasure the small-signal short-circuit f
conditions.

6.10.2 | General

Two alternative circuits are described
voltmeter principle.

— Thelfirst method ng
that| gis, may be

frequencies.

— Thelsecond
suffigi

6.10.3

6.10.3.1

under

gpecified

vantage
at high

Oss for

Three-pole,

transfer admittance bridge

1, )
Ve <M> ves CM c e )

3
A C Vos| 2L 4

Voo

7007

IEC 2718/2000

Figure 15 — Circuit for the measurement of short-circuit forward transconductance gsg
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6.10.3.2 Description et exigences du circuit

Toutes les sources de tension de polarisation appliqguées doivent étre convenablement
découplées a la fréquence de mesure.

La valeur de wC; doit étre trés supérieure allyjs0 et la valeur de wC> doit étre trés supérieure
a OygsC.

R, doit étre trés supérieure a I'impédance interne du pont, afin de ne pas affecter la précision
de la mesure.

R, doil étre trés supérieure a la résistance interne du détecte
suffisamment faible vis-a-vis de 1/ys5, afin de ne pas affecter la sensibjk

, mais eependant
e,

Les valgurs de wC3 et de wC,4 doivent étre beaucoup plus grandes qv .
La résisftance interne du voltmetre Vpg doit étre trés supérje

6.10.3.3 Précautions a prendre

Voir les|précautions générales.

6.10.3.4

En l'abs ju pont.

Placer ¢nsuite le disposit] (ou Ip)
aux valgurs spécifiées.
Rééquil n.

6.10.3.5
— Ten
— Tensi
— Frég
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Circuit description and requirements

All bias supply voltages applied should be adequately decoupled at the frequency of
measurement.

The value of wC; should be much larger thanOy;s0 and the value of wC, should be much
larger than Oygs0.

R4 should be much larger than the internal impedance of the bridge, in order not to affect the
measurement accuracy.

R> sho
sufficien

The intg

6.10.3.3
See ge

6.10.3.4

With no

The de\
are adju

read.

6.10.3.9

— Drai
— Gatd
—  Freg

The bridge is re@m

ild be much larger than the internal resistance of the detectdgr, bx_neve

Precautions to be observed

eral precautions.

rtheless
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6.10.4 Méthode des deux voltmeétres

6.10.4.1 Schéma

1
| S
af (D | 2
I L/ } Ro !
A iw in
@’ WD (YL () e | v(¥)
T\ 4 V;s\ _J i N i T
Vea l 1
+/ : Voo ¢ |
'

IEC 2{19/2000

Ifs

6.10.4.2

On doit

Les valg
élevée.

loit étre

La valelr de la résistamgce R s i i levée.

La résis

Le volt
faibles

sure de

6.10.4.3

Voir les|précabitions ggnérales.

6.10.4.4—Exécution

Placer le dispositif & mesurer dans le support de mesure; régler Vpg et Vgs (ou Ip) aux
valeurs spécifiées.

Le commutateur S étant en position 1, mesurer la valeur Vi = Vgs; quand il est en position 2,
mesurer la valeur Vo = Vyg + Iy Ry.

On en déduit:

/d _ V2
Vs V1 Ry

Oyss =

Pour des fréquences suffisamment basses: Oyss[0 ~ Gss.
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6.10.4 Two-voltmeter method

6.10.4.1 Circuit diagram

Rp

0

Vbs
Vae

IEC 2[§19/2000

Figure 16 — Circuit for the measurement of forw ondustance gis

6.10.4.2 Circuit description and requirement

A suitaljle oscillator should be used, the which should be sufficiently low.

The value of resistor wCsz and wC»
should be high.

ater than 1/Rp. The value| of wCy

The vallie of resistor RS Ne v ferably not be too high.

Resista

Voltmet i 1 ould have sufficient sensitivity; for the measurement of low
values ¢ i be a selective instrument.

6.10.4.3

See gerneral precautions.

6.10.4. Measurement procedure

The device to be measured is inserted into the measurement socket; Vps and Vgg (or Ip) are
adjusted to the specified values.

With the switch S in position 1, the value Vi = Vyg is measured, while with the switch S in
position 2, the value V, = Vyg + Iy Rq is measured.

Thus:
/d V2
Dyf O= =
) Vs ViRy

For sufficiently low frequencies: Oyssd ~ Gts.
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6.10.4.5 Conditions spécifiées

— Tension drain-source.

— Tension grille-source ou courant de drain.
— Fréquence de mesure.

6.11 Capacité de réaction, entrée en court-circuit, en petits signaux
(types A, B et C) (Cys)

6.11.1 But

Mesurer la capacité directe, entrée en court-circuit, en petits signaux, dans des conditions
Spécifiéfs.

6.11.2 | Schéma

6.11.2.1 La figure 17 donne un exemple de circuit a utiliser. sertxd’'un\ponrfa trans-

formatepr différentiel.
(D 7
N
Ry I NA C)
/

+ t
Pont de capacités —0—

9 xw =
N

NCcHdit pour la mesure de la capacité de réaction Cig

//g

IEC 27340/2000

6.11.2.3
utiliser @in autre

epelt pas (ou ne doit pas) étre traversé par le courant continu) on doit
indiqué dans la figure 18.
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6.10.4.5 Specified conditions

— Drain-source voltage.

- 101 -

— Gate-source voltage or drain current.

— Frequency of measurement.

6.11 Small-signal short-circuit feedback capacitance (types A, B and C) (C;s)

6.11.1

Purpose

To measure the small-signal short-circuit feedback capacitance, under specified conditions.

6.11.2

6.11.2.1
bridge i

Vg3

6.11.2.2
figure 1

§f0rmer

B, should bexdsed.

Circuit diagram
Figure 17 shows an example of the circuit to be used(A
5 used.
(B
L/
) e O
s CM) - )\/
Vse R Capacitance bridge —0—
~ <_E1 * DS
AN
e
\) IEC 273

it for measurement of feedback capacitance Cg

g cannot (or should not) pass d.c., the alternative circuit s

0/2000

hown in
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) ()

Vbp

ﬁ}v

8
I
\\

7 ‘ -
Vae / @) Ves ” Pont de capacités

L

1 27212000

Figure 18 — Circuit pour la mesure de la capacité de réac
ne peut pas étre traversé par le couya

gueNe gont

Circuit équivalent

Générateur de courant

Vv,
Vs Vis :

IEC 2722/2000

L'exame

Yis=)YB

6.11.3 ~Description et exigences du circuit
Capacités: la valeur wC;q doit étre tres supérieure a [y et celle de wC, trés supérieure

a Oyesl.

Résistance R: la valeur de cette résistance ne doit pas étre trop élevée. Il est préférable de
la shunter par une inductance convenable L.

6.11.4 Précautions a prendre

Voir les précautions générales.
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) ()

Vos Vop

3
i:

&
\\

4 ’ -
Vee / <M> Ves ” Capacitance bridge

2000

(when the bridge cannot pasg’d.c

Equivalgnt circuit

Vo Current generator
Y Vv,
2 Vs Vis ;
IEC 2722/2000
Figure 19 — Equivalent circuit
Evaluation o ivaleRnt circuit for V, = 0 yields:

Yis=)YB

6.11.3 —Circuitdescriptiom anmd TeguiTenTents

Capacitances wCj should be much larger than Oy;s0d and wC, much larger than Oyys0.

Resistor Ry: the value of this resistor should not be too high. It may be preferable to shunt it
by an adequate inductance L.

6.11.4 Precautions to be observed

See general precautions.
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6.11.5 Exécution

En I'absence de dispositif dans le support de masure, commencer par équilibrer le pont.

Placer le dispositif dans le support de mesure et régler le point de fonctionnement aux valeurs
spécifiées de Vpg et de Vg (ou Ip).

Régler a nouveau I'équilibre du pont. La différence des lectures de yg pour ce réglage et pour
le réglage initial donne:

Yrs = Ors + JWCrs

6.11.6 | Conditions spécifiées

— Tengion drain-source.

— Tengion grille-source ou courant de drain.
— Fréduence de mesure.

6.12 Bjuit (types A, B et C) (F, V,)

6.12.1 | But

Mesuref la tension de bruit équivalente a I'entré
spécifiéps.

bruit, dans des cdnditions

6.12.2 | Tension de bruit équivalente
6.12.2.1 Schéma

On utilige un circuit en accQrd avec le

Générateur <
de signal /\

syngptique pour la mesure de la tension de bruit équivalente a lI'entrée

optique indiqué dans la figure 20.

<

Amplificateur

quadratique

l &\\L (—\) Détecteur
N

IEC 2723/2000
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6.11.5

With no device in the measurement socket, the bridge is initially balanced.

© |EC:2000

Measurement procedure

— 105 -

The device is inserted into the measurement socket and the operating point adjusted to the
specified values Vpg and Vg (or Ip).

The bridge is again adjusted for balance. The reading of yg for this adjustment minus the
reading of the initial adjustment yields:

Yrs = Ors + JwCig

6.11.6

— Drai
— Gatd
—  Freg

6.12 N

6.12.1

To mea

6.12.2
6.12.2.1

A circui

Specified conditions

n-source voltage.

uency of measurement.

Purpose

Eure the equivalent input nois
Equivalent input noise volt
Circuit diagra

in accordance

bise (types A, B and C) (F, V,)

-source voltage or drain current.

voltagé

der specified conditig

<

Figure 2

Signal \\I\/ K\L - Square-law
generator /\ / N4 Amplifier detector
IEC 272

ns.

/2000


https://iecnorm.com/api/?name=426f5ec29c862fd9d9621b6f1158f446

— 106 - 60747-8 © CEI:2000

/

Vo

EC 2724/2000

Ificateur
stor soit
rcharge

co R (\
- Amplificateur sélectif
_”_':21 N R a gain réglable _®
G s/ | |r Cpp “Ie I
[} 1 O} 1 TP
_ Io
Vee 7
| Vbs /1 =
P, P, = boutons-poussoir
Figure 21 — Circuit pour la mesure de la tensig
6.12.2.2 Description et exigences du circuit
On réegle la fréquence du générateur pour gu'e
sélectif.| On régle la tension de sortie
grande par rapport a la tension de bruj
du dispositif.
On doit |connaitre le rapport du

En ce gkji conce!a sourcede\polagisationy on doit veiller tout particuliérement a a

polaris

ion a fathle brut (celaestdpuporant’surtout pour la polarisation de grille).

Voir une

Toutes r du bruit dans le circuit doivent étre du type ¢a faible
bruit» ({ & couche métallique).

On utilig

On utili [lel, un blindage convenable pour réduire l'influence des |champs
électromagnétiqre stérieurs.
L'amplifteatetur—dott—étretinéatrejusatdunniveat—dat—moins—26—dB—at=dessus—de—ta valeur
efficace du bruit, afin de transmettre correctement les crétes de bruit.

Le bruit du second étage doit étre aussi faible que possible. Le niveau de bruit mesuré
lorsque le dispositif est retiré du circuit doit étre inférieur d'au moins 15 dB a celui mesuré

lorsque

le dispositif est placé dans le circuit.

Le voltmetre de sortie doit indiquer la valeur efficace vraie.

La band

e passante efficace de bruit doit étre connue avec précision.

La valeur de wCs doit étre trés supérieure a 1/R3 et celle de wC, trés supérieure a 1/R>.
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/

®
(7]

Selective amplifier,
adjustable gain

Vo

/

V :
<\) vi Cs + V )Vas
| Vbs /1

Vob /\(

N

P1, P> = push-buttons

16C 2724/2000

6.12.2.2

The freq j o be he centre frequency of the delective
amplifief. ~ - that the input voltage to the
transist Qw enough to avoid overloadirlg of the
device.

The volt ividi [ Vi R1) should be known.

important for the\g

For the|bias so [ f be>taken to achieve low-noise biasing (egpecially

All residtors that » ‘ i i the circuit should be of a low-noise type (e.g.

film resistors).
A neutraljzati \ be used, when appropriate.

Adequa

metallic

nimize the influence of external electromagnetic fields should be

X

g
a
+

The amptifier—shottd—betineat tp—to—=a tevetofatteast26
value, so that noise peaks are correctly amplified.

. noise

The second stage noise should be as low as possible. The noise level measured with the
device removed from the circuit should be at least 15 dB lower than that measured with the

device in the circuit.
The output voltmeter should measure the true r.m.s. value.
The equivalent noise bandwidth should be accurately known.

wC3 should be much larger than 1/R3 and wC, much larger than 1/R».
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6.12.2.3 Précautions a prendre

Voir les précautions générales.

6.12.2.4 Exécution

Placer le dispositif dans le support de mesure et régler le point de fonctionnement aux valeurs
spécifiées de Vpg et de Vg (ou de Ip).

Régler la tension d'entrée V; a une valeur convenable (par exemple 0,1 V).

églé de
facon convenable le gain de I'amplificateur.

Le cominutateur S étant en position 2, mesurer la tension de sortie

La tensijon de bruit est donnée par:

6.12.2. Conditions spécifiées

— Temlpérature ambiante ou tempéra
— Valdurs de résistances Ry et Ro.
— Tension drain-source.

— Ten
— Fréduence de mesuredet ba

6.12.3 | Facteur de by
Toutes |es mét @;
CEI 60747-7), s'applid

6.12.4

4 de la

Fuit

Si on place un ée par:

Vo2 + 4KTRyAf
AKTRyAf

La formule utilisée pour Vot donne la possibilité de mesurer V|, directement.

On branche le geneérateur du circuit et on remplace R, par une résistance variable Ry. Avec
Rg court-circuitée, on mesure la tension de sortie résultante. Puis on enleve le court-circuit et
on regle Ry pour obtenir une tension de sortie deux fois plus grande.

On a alors:

Vo= [ 4kTRy A f
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